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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（１）で表される構造単位および／または一般式（１）で表される構造単位の前駆
体よりなる化合物を成分（ａ）として含み、かつ、カルボキシル基、フェノール性水酸基
、スルホン酸基、チオール基より選ばれる少なくとも１つの官能基を有し、さらに、成分
（ｃ）として光酸発生剤を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。



(2) JP 4576797 B2 2010.11.10

10

20

30

【化１】

（一般式（１）において、ｎは１～２の整数である。Ｒ１～Ｒ４はＨ、Ｆ、ＣＦ３、炭素
数１～１０のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基のいずれかを示し、同じでも異な
っていてもよい。Ｒ５、Ｒ６はＨ、または炭素数１～１０のアルキル基のいずれか一つを
示し、同じでも異なっていてもよい。Ｒａは一般式（６）で表される置換基を示す。一般
式（６）において、Ｒ７は－ＣＲ１８Ｒ１９－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２ＳＯ２－より選
ばれる２価の基を示し、Ｒ１８、Ｒ１９は水素原子、水酸基、炭素数１から１０までの炭
化水素基より選ばれる１価の基を示す。Ｒ８、Ｒ９は水素原子、水酸基、カルボキシル基
、スルホン酸基、チオール基、炭素数１から１０までの炭化水素基より選ばれ、少なくと
も一つは水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基、チオール基を示す。Ａ、Ｂ、Ｃは炭素
原子、または窒素原子であり、各々同じでも異なっていてもよい。ｍは０から１０までの
整数であり、ｌは０または１であり、ｐは０または１であり、ｑは１～３までの整数であ
る。）
【請求項２】
さらに、成分（ｂ）として、フェノール性水酸基を有する化合物を含むことを特徴とする
請求項１記載のポジ型感光性樹脂組成物。
【請求項３】
さらに一般式（２）で表される構造単位および／または一般式（２）で表される構造単位
の前駆体よりなる化合物を含むことを特徴とする請求項１または２記載のポジ型感光性樹
脂組成物。
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【化２】

（一般式（２）において、ｇは１～２、ｈ、ｉ、ｊは０～５の整数を示し、ｈ＋ｊ≧１を
満たす整数である。Ｘは直接結合、またはＯ、Ｓ、ＣＨ２、ＣＯ、ＳＯ、ＳＯ２のいずれ
かを示す。Ｒ１１～Ｒ１４はＨ、Ｆ、ＣＦ３、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～
２０のアリール基のいずれかを示し、同じでも異なっていてもよい。Ｒ１５、Ｒ１６はＨ
、または炭素数１～１０のアルキル基を示し、同じでも異なっていてもよい。Ｒ１７、Ｒ
１８はＨ、Ｆ、ＣＦ３、ＯＣＦ３、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～２０のアリ
ール基のいずれかを示し、同じでも異なっていてもよい。）
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物より形成されたことを特徴とす
る絶縁膜。
【請求項５】
請求項４記載の絶縁膜を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
請求項４記載の絶縁膜を有することを特徴とする有機電界発光素子。
【請求項７】
請求項４記載の絶縁膜を平坦化膜として用いることを特徴とする半導体素子基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体素子の表面保護膜及び層間絶縁膜、有機電界発光素子の絶縁層などに適
した、紫外線で露光した部分がアルカリ水溶液に溶解するポジ型の感光性樹脂組成物に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
大規模集積回路（ＬＳＩ）は、微細加工技術の進歩を反映して、高集積化、多機能化、高
性能化が進んでいる。その結果、回路抵抗や配線間のコンデンサー容量（以下、それぞれ
「寄生抵抗」、「寄生容量」という）が増大して、消費電力が増大するだけでなく、デバ
イスの信号スピードが低下する大きな要因となっている。そのため、配線の周辺を低誘電
率の層間絶縁膜で被って寄生容量を下げ、デバイスを高速化させようとしている。具体的
には、従来の層間絶縁膜に用いられている酸化ケイ素膜を、より誘電率の小さい有機膜に
替える試みがなされている。しかし、層間絶縁膜には、低誘電性とともに、実装基板製造
時の薄膜形成工程や、チップ接続、ピン付け等の後工程に耐えられる優れた耐熱性及び機
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械特性を有することが要求される。代表的な低誘電性有機材料としてポリテトラフルオロ
エチレン等のフッ素樹脂やノルボルネン系樹脂が知られているが、耐熱性や機械特性が不
十分である。一方では、耐熱性や機械特性の優れた有機材料が知られているが、従来のポ
リイミド、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の比誘電率は３．０～４．０程度であり、低
誘電性の面で満足できない。また、従来のポリイミドは誘電率の異方性が大きく、配線間
方向と配線層間方向で比誘電率が異なるという問題がある。また、ノルボルネンイミド系
ポリマーが知られているが（例えば非特許文献１参照）、電気特性（特に比誘電率）及び
機械特性、フォトレジスト性能に関する記載はない。
【０００３】
また、ポリイミドのような従来の絶縁膜は不溶不融であるため、形成加工が困難である。
そこで、可溶性の前駆体を用いて塗膜形成後、前駆体を絶縁膜に変換するため、高温加熱
工程が必須である。このため、プロセス工程が長い、耐熱性の低い基板では使用できない
等の問題が生じる。特に、プラスチック基板を用いた軽量で、割れにくく、湾曲可能な有
機電界発光素子では、プラスチック基板の耐熱性が低いため、低温加熱工程でも使用可能
な有機電界発光素子用絶縁膜が要望されている。
【０００４】
すなわち、低温加熱工程、フォトレジスト性能、耐熱性、機械特性、低誘電性、誘電率の
等方性を同時に兼ね備えた絶縁材料は、未だ見出されていないのが現状である。
【０００５】
【非特許文献１】
Macromol.Chem.Phys.200,338-347,1999
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、低温キュア工程、フォトレジスト性能、低誘電性、耐熱性、低屈折性、
誘電率の等方性（低複屈折率）および機械特性を同時に兼ね備えた絶縁材料として有用な
ポリマーを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、基本的には以下の構成を有する。即ち、一般式（１）で表される構造単位お
よび／または一般式（１）で表される構造単位の前駆体よりなる化合物を成分（ａ）とし
て含み、かつ、カルボキシル基、フェノール性水酸基、スルホン酸基、チオール基より選
ばれる少なくとも１つの官能基を有し、さらに、成分（ｃ）として光酸発生剤を含有する
ことを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物である。
【０００８】
【化３】
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【０００９】
（一般式（１）において、ｎは１～２の整数である。Ｒ１～Ｒ４はＨ、Ｆ、ＣＦ３、炭素
数１～１０のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基のいずれかを示し、同じでも異な
っていてもよい。Ｒ５、Ｒ６はＨ、または炭素数１～１０のアルキル基のいずれか一つを
示し、同じでも異なっていてもよい。Ｒａは一般式（６）で表される置換基を示す。一般
式（６）において、Ｒ７は－ＣＲ１８Ｒ１９－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２ＳＯ２－より選
ばれる２価の基を示し、Ｒ１８、Ｒ１９は水素原子、水酸基、炭素数１から１０までの炭
化水素基より選ばれる１価の基を示す。Ｒ８、Ｒ９は水素原子、水酸基、カルボキシル基
、スルホン酸基、チオール基、炭素数１から１０までの炭化水素基より選ばれ、少なくと
も一つは水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基、チオール基を示す。Ａ、Ｂ、Ｃは炭素
原子、または窒素原子であり、各々同じでも異なっていてもよい。ｍは０から１０までの
整数であり、ｌは０または１であり、ｐは０または１であり、ｑは１～３までの整数であ
る。）
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明における樹脂組成物は、カルボキシル基、フェノール性水酸基、スルホン酸基、チ
オール基より選ばれる少なくとも１つの官能基を有するものである。
その存在形態は、以下で説明する成分（ａ）に結合した置換基であっても良いし、やはり
、以下で説明する成分（ｂ）の置換基であっても良いし、或いは両方であっても良い。特
に成分（ｂ）の置換基である場合は、フェノール性水酸基であることが好ましい。
【００１１】
本発明における成分（ａ）である一般式（１）で表される構造単位を有する化合物（好適
にはポリ（脂環式オレフィン））は、一般式（３）で表される不飽和基含有脂環式イミド
化合物を、重合溶媒中、ビニル付加重合することにより得られる。
【００１２】
【化４】



(6) JP 4576797 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

【００１３】
（一般式（１）において、ｎは１～２の整数である。Ｒ１～Ｒ４はＨ、Ｆ、ＣＦ３、炭素
数１～１０のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基のいずれかを示し、同じでも異な
っていてもよい。Ｒ５、Ｒ６はＨ、または炭素数１～１０のアルキル基のいずれか一つを
示し、同じでも異なっていてもよい。Ｒａは一般式（６）で表される置換基を示す。）
【００１４】
【化５】

【００１５】
　（一般式（３）は一般式（１）の単量体であるので、記号は一般式（１）と同じである
。ｋは１～２の整数である。）
　単量体である不飽和基含有脂環式イミド化合物は、一般式（４）で表される不飽和基含
有脂環式酸無水物と一般式（５）で表されるアミン化合物を有機溶媒中、好ましくは反応
温度２０℃～２００℃、より好ましくは５０℃～１５０℃で０．５～２４時間反応させる
ことにより得られる。
【００１６】
【化６】

【００１７】
一般式（４）において、ｋは１～２の整数を示す。Ｒ1～Ｒ4はＨ、Ｆ、ＣＦ3、炭素数１
～１０のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基のいずれかを示し、同じでも異なって
いてもよい。Ｒ5、Ｒ6はＨ、または炭素数１～１０のアルキル基のいずれかを示し、同じ
でも異なっていてもよい。
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【００１８】
【化７】

【００１９】
　一般式（５）において、Ｒａは、一般式（１）のＲａであり、Ｒａは下記一般式（６）
で表されるものが好ましい。
【００２０】
【化８】

【００２１】
　Ｒ７は－ＣＲ１８Ｒ１９－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２ＳＯ２－より選ばれる２価の基を
示し、Ｒ１８、Ｒ１９は水素原子、水酸基、炭素数１から１０までの炭化水素基より選ば
れる１価の基を示す。Ｒ８、Ｒ９は水素原子、水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基、
チオール基、炭素数１から１０までの炭化水素基より選ばれ、少なくとも一つは水酸基、
カルボキシル基、スルホン酸基、チオール基を示す。Ａ、Ｂ、Ｃは炭素原子、または窒素
原子であり、各々同じでも異なっていてもよい。ｍは０から１０までの整数であり、好ま
しくは０から４の整数である。ｌは０または１であり、好ましくは０である。ｐは０また
は１であり、好ましくは０である。ｑは１～３までの整数であり、好ましくは１または２
である。
【００２２】
この反応（一般式（４）、（５）の化合物から一般式（３）の化合物を得る反応）に用い
る溶媒の好ましい具体例としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類
、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、ヘプタノン等のケトン類、酢酸エ
チル、酢酸－ｔ－ブチル、酢酸－ｎ－ブチル、酢酸－ｎ－ヘキシル等のエステル類、１，
２－ジクロロエタン、クロロホルム、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、１，２
－ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールエ
チルメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、１
，３－ジオキサン、１，４－ジオキサン等のエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
、スルホラン等の非プロトン性極性溶媒、酢酸等のプロトン性極性溶媒等を挙げることが
できる。また、これらの有機溶媒は、単独でまたは２種以上を混合して使用することがで
きる。
【００２３】
本発明で用いられる不飽和基含有脂環式酸無水物（一般式（４））の具体例としては、ビ
シクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、２，３－ジメチ
ル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７－フル
オロ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，７
－ジフルオロ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物
、５，６－ジフルオロ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン
酸無水物、５，６，７，７，－テトラフルオロ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エ
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ン－２，３－ジカルボン酸無水物、７－トリフルオロメチル－ビシクロ［２．２．１］ヘ
プト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，７－ビス（トリフルオロメチル）－
ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ビス
（トリフルオロメチル）－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボ
ン酸無水物、５，６，７，７，－テトラキス（トリフルオロメチル）－ビシクロ［２．２
．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７－メチル－ビシクロ［２．２
．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，７－ジメチル－ビシクロ［
２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ジメチル－ビシ
クロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６，７，７－
テトラメチル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物
、７－エチル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物
、７，７－ジエチル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸
無水物、５，６－ジエチル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカル
ボン酸無水物、５，６，７，７－テトラエチル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エ
ン－２，３－ジカルボン酸無水物、７－シクロヘキシル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト
－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，７－ジシクロヘキシル－ビシクロ［２．
２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７－フェニル－ビシクロ［２
．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，７－ジフェニル－ビシ
クロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７－メチル－７－
フェニル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５
，６－ジフルオロ－７，７－ジフェニル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２
，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ジメチル－７，７－ジフェニル－ビシクロ［２．２
．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ビス（トリフルオロメ
チル）－７，７－ジフェニル－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカ
ルボン酸無水物、ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水
物、７，８－ジフルオロ－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボ
ン酸無水物、７，７，８，８－テトラフルオロ－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エ
ン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ジフルオロ－ビシクロ［２．２．２］オクト
－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６，７，７，８，８－ヘキサフルオロ－
ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，８－ビス
（トリフルオロメチル）－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボ
ン酸無水物、７，７，８，８－テトラキス（トリフルオロメチル）－ビシクロ［２．２．
２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ビス（トリフルオロメチ
ル）－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６
，７，７，８，８－ヘキサキス（トリフルオロメチル）－ビシクロ［２．２．２］オクト
－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，８－ジメチル－ビシクロ［２．２．２］
オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，７，８，８－テトラメチル－ビシ
クロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ジメチル
－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６，７
，７，８，８－ヘキサメチル－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカ
ルボン酸無水物、７，８－ジエチル－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３
－ジカルボン酸無水物、７，７，８，８－テトラエチル－ビシクロ［２．２．２］オクト
－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ジエチル－ビシクロ［２．２．２］
オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６，７，７，８，８－ヘキサエチ
ル－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、７，８－
ジシクロヘキシル－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無
水物、７，８－ジフェニル－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカル
ボン酸無水物、５，６－ジフルオロ－７，８－ジフェニル－ビシクロ［２．２．２］オク
ト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ジメチル－７，８－ジフェニル－
ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物、５，６－ビス
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（トリフルオロメチル）－７，８－ジフェニル－ビシクロ［２．２．２］オクト－５－エ
ン－２，３－ジカルボン酸無水物、等を挙げることができるがこれに限定されない。
【００２４】
用いる不飽和基含有脂環式酸無水物としては、酸無水物部の立体配置がｅｘｏ－体である
ことが、ｅｎｄｏ－体であることより、不飽和基含有脂環式酸無水物から得られる不飽和
基含有脂環式イミド化合物の重合反応性が高いという点で好ましい。
【００２５】
本発明で用いられるアミン化合物（一般式（５））の例としては、５－アミノ－８－ヒド
ロキシキノリン、４－アミノ－８－ヒドロキシキノリン、１－ヒドロキシ－８－アミノナ
フタレン、１－ヒドロキシ－７－アミノナフタレン、１－ヒドロキシ－６－アミノナフタ
レン、１－ヒドロキシ－５－アミノナフタレン、１－ヒドロキシ－４－アミノナフタレン
、１－ヒドロキシ－３－アミノナフタレン、１－ヒドロキシ－２－アミノナフタレン、１
－アミノ－７－ヒドロキシナフタレン、２－ヒドロキシ－７－アミノナフタレン、２－ヒ
ドロキシ－６－アミノナフタレン、２－ヒドロキシ－５－アミノナフタレン、２－ヒドロ
キシ－４－アミノナフタレン、２－ヒドロキシ－３－アミノナフタレン、１－アミノ－２
－ヒドロキシナフタレン、１－カルボキシ－８－アミノナフタレン、１－カルボキシ－７
－アミノナフタレン、１－カルボキシ－６－アミノナフタレン、１－カルボキシ－５－ア
ミノナフタレン、１－カルボキシ－４－アミノナフタレン、１－カルボキシ－３－アミノ
ナフタレン、１－カルボキシ－２－アミノナフタレン、１－アミノ－７－カルボキシナフ
タレン、２－カルボキシ－７－アミノナフタレン、２－カルボキシ－６－アミノナフタレ
ン、２－カルボキシ－５－アミノナフタレン、２－カルボキシ－４－アミノナフタレン、
２－カルボキシ－３－アミノナフタレン、１－アミノ－２－カルボキシナフタレン、２－
アミノニコチン酸、４－アミノニコチン酸、５－アミノニコチン酸、６－アミノニコチン
酸、４－アミノサリチル酸、５－アミノサリチル酸、６－アミノサリチル酸、３－アミノ
－ｏ－トルイック酸、アメライド、２－アミノ安息香酸、３－アミノ安息香酸、４－アミ
ノ安息香酸、２－アミノベンゼンスルホン酸、３－アミノベンゼンスルホン酸、４－アミ
ノベンゼンスルホン酸、３－アミノ－４，６－ジヒドロキシピリミジン、２－アミノフェ
ノール、３－アミノフェノール、４－アミノフェノール、５－アミノ－８－メルカプトキ
ノリン、４－アミノ－８－メルカプトキノリン、１－メルカプト－８－アミノナフタレン
、１－メルカプト－７－アミノナフタレン、１－メルカプト－６－アミノナフタレン、１
－メルカプト－５－アミノナフタレン、１－メルカプト－４－アミノナフタレン、１－メ
ルカプト－３－アミノナフタレン、１－メルカプト－２－アミノナフタレン、１－アミノ
－７－メルカプトナフタレン、２－メルカプト－７－アミノナフタレン、２－メルカプト
－６－アミノナフタレン、２－メルカプト－５－アミノナフタレン、２－メルカプト－４
－アミノナフタレン、２－メルカプト－３－アミノナフタレン、１－アミノ－２－メルカ
プトナフタレン、３－アミノ－４，６－ジメルカプトピリミジン、２－アミノチオフェノ
ール、３－アミノチオフェノール、４－アミノチオフェノール等が挙げられる。
【００２６】
これらのうち、５－アミノ－８－ヒドロキシキノリン、１－ヒドロキシ－７－アミノナフ
タレン、１－ヒドロキシ－６－アミノナフタレン、１－ヒドロキシ－５－アミノナフタレ
ン、１－ヒドロキシ－４－アミノナフタレン、２－ヒドロキシ－７－アミノナフタレン、
２－ヒドロキシ－６－アミノナフタレン、２－ヒドロキシ－５－アミノナフタレン、１－
カルボキシ－７－アミノナフタレン、１－カルボキシ－６－アミノナフタレン、１－カル
ボキシ－５－アミノナフタレン、２－カルボキシ－７－アミノナフタレン、２－カルボキ
シ－６－アミノナフタレン、２－カルボキシ－５－アミノナフタレン、２－アミノ安息香
酸、３－アミノ安息香酸、４－アミノ安息香酸、４－アミノサリチル酸、５－アミノサリ
チル酸、６－アミノサリチル酸、２－アミノベンゼンスルホン酸、３－アミノベンゼンス
ルホン酸、４－アミノベンゼンスルホン酸、３－アミノ－４，６－ジヒドロキシピリミジ
ン、２－アミノフェノール、３－アミノフェノール、４－アミノフェノール、２－アミノ
チオフェノール、３－アミノチオフェノール、４－アミノチオフェノール等が好ましい。
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これらは単独で又は２種以上を組み合わせて使用される。
【００２７】
前記不飽和基含有脂環式イミド（一般式（３））のビニル付加重合反応は、ラジカル発生
剤や金属触媒を用いて行われる。反応温度は、０～２５０℃が好ましく、より好ましくは
２０℃～１５０℃である。反応圧力は特に限定されず、通常、常圧で実施することができ
る。また、反応時間は、好ましくは０．５～１２０時間であり、より好ましくは０．５～
４８時間である。
【００２８】
重合溶媒の好ましい具体例としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素
類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、ヘプタノン等のケトン類、酢酸
エチル、酢酸－ｔ－ブチル、酢酸－ｎ－ブチル、酢酸－ｎ－ヘキシル等のエステル類、１
，２－ジクロロエタン、クロロホルム、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類、１，
２－ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール
エチルメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、
１，３－ジオキサン、１，４－ジオキサン等のエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロリド
ン、スルホラン等の非プロトン性極性溶媒等を挙げることができる。また、これらの重合
溶媒は、単独でまたは２種以上を混合して使用することができる。
【００２９】
本発明で好ましく用いられるラジカル発生剤は、例えば、シクロヘキサノンパーオキサイ
ド、３，３，５－トリメチルシクロヘキサノンパーオキサイド、メチルシクロヘキサノン
パーオキサイド等のケトンパーオキサイド類；１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）シ
クロヘキサン、ｎ－ブチル－４，４－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）バレレート等のパー
オキシケタール類；クメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンパーオキサ
イド、２，５－ジメチルヘキサン－２，５－ジハイドロパーオキサイド、ｔ－ブチルクミ
ルパーオキサイド、α，α－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ－ｍ－イソプロピル）ベンゼン
、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ－ｍ－イソプロピル）ベンゼン
、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキシン－３等のジアルキル
パーオキサイド類；デカノイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ベンゾイル
パーオキサイド、２，４－ジクロロベンゾイルパーオキサイド等のジアシルパーオキサイ
ド類；ビス（ｔ－ブチルシクロヘキシル）パーオキシジカーボネート等のパーオキシカー
ボネート類；ｔ－ブチルパーオキシベンゾエート、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ベン
ゾイルパーオキシ）へキサン等のパーオキシエステル類等の有機過酸化物や、２，２′－
アゾビス（イソブチロニトリル）、２，２′－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリ
ル）、２，２′－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニトリル）、ジメチ
ル－２，２′－アゾビスイソブチレート、４，４′－アゾビス（４－シアノペンタン酸）
、アゾビスシクロヘキサンカルボニトリル、２，２′－アゾビスプロピオンニトリル、２
，２′－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）、１，１′－アゾビス（シクロヘキサン
－１－カルボニトリル）等のアゾ化合物などが挙げられ
る。これらの重合開始剤は単独で又は２種以上組み合わせて使用できる。前記重合開始剤
の中でもアゾ化合物が好ましい。なお、重合系内には重合開始剤とともに連鎖移動剤を存
在させてもよい。連鎖移動剤としては慣用のものを使用できる。
【００３０】
本発明で好ましく用いられる金属触媒は、通常、第４属あるいは第１０属遷移金属触媒で
あり、その具体例としては、Cp2ZrCl2/メチルアルミノキノサン（以下、MAOという、なお
Cpはシクロペンタジエニル基である)、Cp2ZrCl2/メチルイソブチルアルミノキサン、PdCl

3/MAO、Ni(acac)2/MAO（acacはアセチルアセナートである）、Ni(acac)2/EtAlCl2、Ni(ac
ac)2・2H2O/EtAlCl2、Ni(acac)2/TiCl4、Ni(acac)2/BF3・Et2O、NiCl2(PPh3)2/AlCl3、Pd
(acac)2/EtAlCl2、PdCl2(C6H5CN)2/EtAlCl2、PdCl2(C6H5CN)2/TiCl4、PdCl2(C6H5CN)2/BF

3・Et2Oの組み合わせた触媒系、[(η3-allyl)PdX](X=BF4,SbF6,AsF6,PF6,CF3SO3
-)で表さ
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するハーフチタノセン、CpTiCl3のシクロペンタジエニル基にエステル基を有するハーフ
チタノセン、等を挙げることができるがこれに限定されない。触媒の濃度は、反応原料に
対して０．０１～１０モル％が好ましく、より好ましくは０．１～５モル％である。また
、重合反応は触媒の失活を抑えるため、不活性ガス下で行うのが好ましい。
【００３１】
また、ポリマー中の残留触媒はＮａＢＨ4、活性アルミナ、ＨＣｌ、ＨＢｒ、水素、ヒド
ロシラン化合物を用いて除去することができる。
【００３２】
本発明の一般式（１）のＲａ中のカルボキシル基、フェノール基、スルホン酸基、チオー
ル基は、その極性のために重合阻害剤となる可能性があるので、これらの置換基に保護基
を置換することもできる。保護基の例として、一般的な有機合成の分野において用いられ
るものが使用することができる。例えば、置換メチルエステル基（ベンジル基、ジフェニ
ルメチル基、トリフェニルメチル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基
、メトキシメチル基、ベンジルチオメチル基など）、２－置換エチルエステル（ｔ－ブチ
ル基、２－メチルチオエチル基、１－メチル－１－フェニルエチル基、シクロヘキシル基
など）、置換ベンジル基（トリフェニルメチル基、メトキシベンジル基など）、シリル基
（トリメチルシリル基、ｔ－ブチルジメチルシリル基）、アセチル基、ベンゾイル基、ベ
ンジルオキシカルボニル基、Ｎ－メトキシメチルカルバメート基、メチレン基などが挙げ
られる。
【００３３】
本発明における一般式（１）で表される構造単位を有する化合物（好適にはポリ（脂環式
オレフィン））は一般式（１）で表される構造単位の前駆体よりなる化合物を経由しても
得ることもできる。一般式（１）で表される構造単位の前駆体の例として、下記一般式（
７）が挙げられるが、これに限定されない。
【００３４】
【化９】

【００３５】
一般式（７）において、Ｒ３１は、Ｈ、炭素数１～１０までのアルキル基、炭素数６～２
０のアリール基のいずれかを示し、同じでも異なっていてもよい。その他の記号について
は、一般式（１）で表される構造単位の前駆体であるので、一般式（１）と同じである。
【００３６】
一般式（７）で表されるポリマーは、一般式（８）で表される単量体から得ることができ
るし、一般式（４）で表される不飽和基含有脂環式酸無水物を上記の方法で重合後、一般
式（５）で表されるアミン化合物と反応させることで得ることもできる。
【００３７】
【化１０】
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【００３８】
一般式（８）は一般式（７）の単量体であるので、一般式（８）中の記号は一般式（７）
中の記号と同じである。
【００３９】
以上のような重合方法により、一般式（１）で表される構造単位および／または一般式（
１）で表される構造単位の前駆体を含むポリ（脂環式オレフィン）を得ることができる。
【００４０】
本発明の一般式（１）で表されるポリ（脂環式オレフィン）を用いたポジ型感光性樹脂組
成物のアルカリ水溶液に対する溶解性の点から、一般式（１）で表されるポリ（脂環式オ
レフィン）と、不飽和基を有する化合物とを共重合かつ／またはブレンドすることが好ま
しい。一般式（１）で表されるポリ（脂環式オレフィン）の組成を制御することで、アル
カリ水溶液に対する溶解速度が変化するので、この調整により適度な溶解性を有したポジ
型感光性樹脂前駆体組成物を得ることができる。好ましい範囲は、一般式（１）で表され
る構造単位またはその前駆体が１～９９モル％、好ましくは５～７０モル％、さらに好ま
しくは２０～５０モル％であることが良い。一般式（１）で表されるポリ（脂環式オレフ
ィン）の組成物が多すぎるとアルカリ水溶液に溶解しすぎ、少なすぎるとアルカリ水溶液
に溶解しなくなる。
【００４１】
ブレンドもしくは共重合するポリマーとして、一般式（２）のポリ（脂環式オレフィン）
が好ましい。特に、共重合が好ましい。共重合体は、一般式（２）の単量体である一般式
（９）で表される不飽和基含有脂環式イミド化合物と一般式（３）で表される不飽和基含
有脂環式イミド化合物とを、上記の方法でビニル付加重合することにより得られる。
【００４２】
【化１１】

【００４３】
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（一般式（９）は一般式（２）の単量体であるので、記号は一般式（２）と同じである。
）
一般式（９）で表される不飽和基含有脂環式イミド化合物は上記一般式（４）で表される
不飽和基含有脂環式酸無水物と一般式（１０）で表される芳香族アミン化合物との反応で
得ることができる。
【００４４】
【化１２】

【００４５】
（一般式（１０）において、ｈ、ｉ、ｊは０～５の整数を示し、ｈ＋ｊ≧１を満たす整数
である。Ｘは直接結合、またはＯ、Ｓ、ＣＨ2、ＣＯ、ＳＯ、ＳＯ2のいずれかを示す。Ｒ
17、Ｒ18はＨ、Ｆ、ＣＦ3、ＯＣＦ3、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～２０のア
リール基のいずれかを示し、同じでも異なっていてもよい。）
芳香族アミン化合物（一般式（１０））の具体例としては、２－トリフルオロメチルアニ
リン、３－トリフルオロメチルアニリン、４－トリフルオロメチルアニリン、２，３－ビ
ス（トリフルオロメチル）アニリン、２，４－ビス（トリフルオロメチル）アニリン、２
，５－ビス（トリフルオロメチル）アニリン、２，６－ビス（トリフルオロメチル）アニ
リン、３，４－ビス（トリフルオロメチル）アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチ
ル）アニリン、２，４，６－トリス（トリフルオロメチル）アニリン、２，３，４，５，
６－ペンタキス（トリフルオロメチル）アニリン、２－フルオロ－３－トリフルオロアニ
リン、２－フルオロ－４－トリフルオロアニリン、２－フルオロ－５－トリフルオロアニ
リン、３－フルオロ－４－トリフルオロアニリン、３－フルオロ－５－トリフルオロアニ
リン、２－メチル－３－トリフルオロアニリン、２－メチル－４－トリフルオロアニリン
、２－メチル－５－トリフルオロアニリン、３－メチル－４－トリフルオロアニリン、３
－メチル－５－トリフルオロアニリン、２－フェニル－３－トリフルオロアニリン、２－
フェニル－４－トリフルオロアニリン、２－フェニル－５－トリフルオロアニリン、３－
フェニル－４－トリフルオロアニリン、３－フェニル－５－トリフルオロアニリン、２－
（３－トリフルオロメチルフェニル）アニリン、３－（３－トリフルオロメチルフェニル
）アニリン、４－（３－トリフルオロメチルフェニル）アニリン、２－[３，４－ビス（
トリフルオロメチル）フェニル]アニリン、３－[３，４－ビス（トリフルオロメチル）フ
ェニル]アニリン、４－[３，４－ビス（トリフルオロメチル）フェニル]アニリン、２－[
２，４－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、３－[２，４－ビス（トリフ
ルオロメチル）フェノキシ]アニリン、４－[２，４－ビス（トリフルオロメチル）フェノ
キシ]アニリン、２－[３，４－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、３－[
３，４－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、４－[３，４－ビス（トリフ
ルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノ
キシ]アニリン、３－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、４－[
３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２，４－ビス[３，５－ビス
（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２，３－ビス[３，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）フェノキシ]アニリン、２，６－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フ
ェノキシ]アニリン、３，４－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]ア
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ニリン、３，５－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２，
４，６－トリス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２－フルオ
ロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、３－フルオロ－４
－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２，５－ジフルオロ－４
－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２，６－ジフルオロ－４
－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、３，５－ジフルオロ－４
－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２－トリフルオロメチル
－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、３－トリフルオロメ
チル－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２，５－ビス（
トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ]アニリン
、２，６－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フ
ェノキシ]アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフ
ルオロメチル）フェノキシ]アニリン、２－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジ
ル]アニリン、３－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、４－[３，
５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、２，４－ビス[３，５－ビス（トリ
フルオロメチル）ベンジル]アニリン、２，６－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル
）ベンジル]アニリン、３，５－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]ア
ニリン、２，４，６－トリス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、
２－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、３－フル
オロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、２，５－ジフルオ
ロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、２，６－ジフルオロ
－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、３，５－ジフルオロ－
４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、２－トリフルオロメチル
－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、３－トリフルオロメチ
ル－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、２，５－ビス（トリ
フルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]アニリン、２，
６－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル]
アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメ
チル）ベンジル]アニリン、２－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニ
リン、３－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、４－[３，５－
ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、２，４－ビス[３，５－ビス（トリフ
ルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、２，６－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル
）ベンゾイル]アニリン、３，５－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル
]アニリン、２，４，６－トリス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニ
リン、２－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、
３－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、２，５
－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、２，６
－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、３，５
－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、２－ト
リフルオロメチル－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、３
－トリフルオロメチル－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン
、２，５－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベ
ンゾイル]アニリン、２，６－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフ
ルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，
５－ビス（トリフルオロメチル）ベンゾイル]アニリン、２－[３，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）フェニルチオ]アニリン、３－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル
チオ]アニリン、４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２
，４－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２，６－ビス
[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、３，５－ビス[３，５－
ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２，４，６－トリス[３，５－ビス
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（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２－フルオロ－４－[３，５－ビス（ト
リフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、３－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフ
ルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２，５－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリ
フルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２，６－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（ト
リフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、３，５－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（
トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２－トリフルオロメチル－４－[３，５－
ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、３－トリフルオロメチル－４－[３
，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルチオ]アニリン、２，６
－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルチ
オ]アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロ
メチル）フェニルチオ]アニリン、２－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルス
ルフィニル]アニリン、３－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル
]アニリン、４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン
、２，４－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、
２，６－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、３
，５－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、２，
４，６－トリス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、
２－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリ
ン、３－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]ア
ニリン、２，５－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスル
フィニル]アニリン、２，６－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フ
ェニルスルフィニル]アニリン、３，５－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロ
メチル）フェニルスルフィニル]アニリン、２－トリフルオロメチル－４－[３，５－ビス
（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、３－トリフルオロメチル－４
－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、２，５－ビス
（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィ
ニル]アニリン、２，６－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチル）－４
－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルフィニル]アニリン、２－[３，５
－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、３－[３，５－ビス（トリ
フルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、４－[３，５－ビス（トリフルオロメチ
ル）フェニルスルホニル]アニリン、２，４－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）
フェニルスルホニル]アニリン、２，６－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェ
ニルスルホニル]アニリン、３，５－ビス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル
スルホニル]アニリン、２，４，６－トリス[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニ
ルスルホニル]アニリン、２－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェ
ニルスルホニル]アニリン、３－フルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フ
ェニルスルホニル]アニリン、２，５－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフルオロメ
チル）フェニルスルホニル]アニリン、２，６－ジフルオロ－４－[３，５－ビス（トリフ
ルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、３，５－ジフルオロ－４－[３，５－ビス
（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、２－トリフルオロメチル－４－[
３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、３－トリフルオロ
メチル－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、２，
５－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル
スルホニル]アニリン、２，６－ビス（トリフルオロメチル）－４－[３，５－ビス（トリ
フルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、３，５－ビス（トリフルオロメチル）
－４－[３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル]アニリン、等を挙げる
ことができるがこれに限定されない。
【００４６】
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また、一般式（９）以外の他の不飽和基含有化合物と共重合しても良い。特に、共重合性
単量体としては、（メタ）アクリル系単量体（例えば、（メタ）アクリル酸，（メタ）ア
クリル酸メチル，（メタ）アクリル酸エチル，（メタ）アクリル酸ブチル，（メタ）アク
リル酸ヘキシル，（メタ）アクリル酸オクチル，（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル
などの（メタ）アクリル酸Ｃ1-10アルキルエステル，（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシ
エチルなどの（メタ）アクリル酸ヒドロキシＣ2-6アルキルエステル，（メタ）アクリル
酸グリシジルなど），スチレン系単量体（スチレンなど）、ビニルエステル系単量体（酢
酸ビニルなど），カルボキシル基含有単量体（無水マレイン酸，イタコン酸）、脂環式炭
化水素環を有する単量体などが例示できる。脂環式炭化水素環を有する単量体としては、
例えば、単環式炭化水素環を有する（メタ）アクリレート、多環式炭化水素環（スピロ炭
化水素環，環集合炭化水素環，縮合環式炭化水素環や架橋環式炭化水素環）を有する（メ
タ）アクリレートが例示できる。単環式炭化水素環を有する（メタ）アクリレートとして
は、例えば、シクロヘプチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレー
ト，シクロペンチル（メタ）アクリレート、シクロオクチル（メタ）アクリレートなどの
Ｃ4-10シクロアルキル（メタ）アクリレートなどが例示できる。スピロ炭化水素環を有す
る（メタ）アクリレートには、スピロ［４．４］ノニル（メタ）アクリレート、スピロ［
４．５］デカニル（メタ）アクリレート、スピロビシクロヘキシル（メタ）アクリレート
などのスピロＣ8-16炭化水素環を有する（メタ）アクリレートが含まれる。環集合炭化水
素環を有する（メタ）アクリレートとしては、ビシクロヘキシル（メタ）アクリレートな
どのＣ5-12シクロアルカン環を有する環集合炭化水素環を有する（メタ）アクリレートが
例示でき、縮合環式炭化水素環を有する（メタ）アクリレートには、例えば、パーヒドロ
ナフチル（メタ）アクリレート、パーヒドロアントリル（メタ）アクリレートなどの５～
８員シクロアルカン環が縮合した縮合環を有する（メタ）アクリレートが例示できる。架
橋脂環式炭化水素環を有する（メタ）アクリレートとしては、例えば、ボルニル（メタ）
アクリレート、ノルボルニル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート
、イソボルニルオキシエチル（メタ）アクリレートなどの２環式炭化水素環を有する（メ
タ）アクリレート；ジシクロペンタジエニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル
（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシアルキル（メタ）アクリレート、トリ
シクロデカニル（メタ）アクリレート（トリシクロ［５．２．１．０2,6］デカニル（メ
タ）アクリレート）、トリシクロデカニルオキシエチル（メタ）アクリレート、トリシク
ロ［４．３．１．１2,5］ウンデカニル、アダマンチル（メタ）アクリレートなどの３環
式炭化水素環を有する（メタ）アクリレート；テトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,1

0］ドデカン、パーヒドロ－１，４－メタノ－５，８－メタノナフタレンなどの４環式炭
化水素環を有する（メタ）アクリレート、２つ以上の不飽和結合基を有する脂環式化合物
（シクロヘキシルジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）ア
クリレート、ジシクロペンテニルジ（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニロキシエチ
ルエチル（メタ）アクリレート）、ノルボルネン誘導体（２－ノルボルネン、ナジック酸
無水物）、エチレン、プロピレン、スチレン、ｐ－ヒドロキシスチレンなどが挙げられる
。これらの共重合性単量体は種々の置換基を有していてもよい。また、共重合性単量体は
、単独で又は二種以上組合せて使用できる。
【００４７】
本発明で使用される成分（ｂ）であるフェノール性水酸基を有する化合物としては、たと
えば、Ｂｉｓ－Ｚ、ＢｉｓＯＣ－Ｚ、ＢｉｓＯＰＰ－Ｚ、ＢｉｓＰ－ＣＰ、Ｂｉｓ２６Ｘ
－Ｚ、ＢｉｓＯＴＢＰ－Ｚ、ＢｉｓＯＣＨＰ－Ｚ、ＢｉｓＯＣＲ－ＣＰ、ＢｉｓＰ－ＭＺ
、ＢｉｓＰ－ＥＺ、Ｂｉｓ２６Ｘ－ＣＰ、ＢｉｓＰ－ＰＺ、ＢｉｓＰ－ＩＰＺ、ＢｉｓＣ
Ｒ－ＩＰＺ、ＢｉｓＯＣＰ－ＩＰＺ、ＢｉｓＯＩＰＰ－ＣＰ、Ｂｉｓ２６Ｘ－ＩＰＺ、Ｂ
ｉｓＯＴＢＰ－ＣＰ、ＴｅｋＰ－４ＨＢＰＡ（テトラキスＰ－ＤＯ－ＢＰＡ）、Ｔｒｉｓ
Ｐ－ＨＡＰ、ＴｒｉｓＰ－ＰＡ、ＢｉｓＯＦＰ－Ｚ、ＢｉｓＲＳ－２Ｐ、ＢｉｓＰＧ－２
６Ｘ、ＢｉｓＲＳ－３Ｐ、ＢｉｓＯＣ－ＯＣＨＰ、ＢｉｓＰＣ－ＯＣＨＰ、Ｂｉｓ２５Ｘ
－ＯＣＨＰ、Ｂｉｓ２６Ｘ－ＯＣＨＰ、ＢｉｓＯＣＨＰ－ＯＣ、Ｂｉｓ２３６Ｔ－ＯＣＨ
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Ｐ、メチレントリス－ＦＲ－ＣＲ、ＢｉｓＲＳ－２６Ｘ、ＢｉｓＲＳ－ＯＣＨＰ（以上、
商品名、本州化学工業株式会社製）、ＢＩＲ－ＯＣ、ＢＩＰ－ＢＩＯＣ－Ｆ、ＴＥＰ－Ｂ
ＩＰ－Ａ（以上、商品名、旭有機材工業株式会社製）が挙げられる。
【００４８】
また、成分（ｂ）であるフェノール性水酸基を有する化合物は一般式（１１）で表される
化合物であることが好ましい。
【００４９】
【化１３】

【００５０】
ここで、一般式（１１）中Ｒ21からＲ24は水素原子、水酸基、炭素数１から２０までのア
ルキル基、炭素数４から２０までの脂環式基を示す。αは０から５までの整数を示す。ま
た好ましくはＲ23およびＲ24が炭素数４から２０までの脂環式基で表されることが好まし
い。
【００５１】
一般式（１１）で表されるものとして、ＢｉｓＰＣ－ＰＣＨＰ、ＢｉｓＲＳ－ＰＥＰ、Ｂ
ｉｓＴＢＣ－ＰＣ、Ｂｉｓ２４Ｘ－ＰＣ、Ｂｉｓ３５Ｘ－ＰＣ、メチレンビス－ｐ－ＣＲ
、ｏ，ｏ’－ＢＰＦ、ｏｏ－ＢｉｓＯＣ－Ｆ、ｏｏ－Ｂｉｓ２５Ｘ－Ｆ、ＭＢ－ＰＩＰＰ
、ＢｉｓＭＨＱ－Ｆ、Ｂｉｓ２４Ｘ－Ｆ（以上、商品名、本州化学工業株式会社製）、Ｂ
ＩＨＱ－ＰＣ、ＢＩ２ＭＲ－ＰＣ、ＢＩ４ＭＣ－ＰＣ、ＢＩＲ－３４Ｘ、ＢＩＲ－ＰＡＰ
、ＢＩＰＣ－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＴＢＰ、ＢＩＲ－ＰＣＨＰ、４ＰＣ、ＢＩ
Ｒ－ＢＩＰＣ－Ｆ（以上、商品名、旭有機材工業株式会社製）が挙げられる。
【００５２】
また、成分（ｂ）であるフェノール性水酸基を有する化合物は一般式（１２）で表される
有機基を含有する熱架橋性化合物であることが好ましい。
【００５３】
【化１４】

【００５４】
ここで、一般式（１２）中Ｒ25は水素原子、炭素数１から２０までのアルキル基、炭素数
４から２０までの脂環式基またはＲ26ＣＯ基を示す。また、Ｒ26は、炭素数１から２０ま
でのアルキル基を示す。また好ましくはＲ25が炭素数１から２０までのアルキル基、炭素
数４から２０までの脂環式基を示すことが好ましい。
【００５５】
一般式（１２）で表される基を含有する熱架橋性化合物としては、たとえば、上記有機基
を１つ有するものとしてＭＬ－２６Ｘ、ＭＬ－２４Ｘ、ＭＬ－２３６ＴＭＰ、４－メチロ
ール３Ｍ６Ｃ、ＭＬ－ＭＣ、ＭＬ－ＴＢＣ（商品名、本州化学工業株式会社製）等、２つ
有するものとしてＤＭ－ＢＩ２５Ｘ－Ｆ（商品名、旭有機材工業株式会社製）、ＤＭＬ－
ＭＢＰＣ、ＤＭＬ－ＭＢＯＣ、ジメチロール－Ｂｉｓ－Ｃ、ジメチロール－ＢｉｓＯＣ－
Ｐ、ＤＭＬ－ＢｉｓＯＣ－Ｚ、ＤＭＬ－ＢｉｓＯＣＨＰ－Ｚ、ＤＭＬ－ＭＢ２５、ＤＭＬ
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－ＭＴｒｉｓＰＣ、ＤＭＬ－Ｂｉｓ２５Ｘ－３４ＸＬ、ＤＭＬ－Ｂｉｓ２５Ｘ－ＰＣＨＰ
（商品名、本州化学工業株式会社製）が挙げられる。
【００５６】
また、一般式（１２）で表される有機基を含有する熱架橋性化合物が、一般式（１３）で
表される化合物であることが好ましい。
【００５７】
【化１５】

【００５８】
ここで、一般式（１３）中Ｒ27は、前記に等しく、Ｒ28及びＲ29は水素原子、炭素数１か
ら２０までのアルキル基、炭素数４から２０までの脂環式基またはＲ30ＣＯＯ基を示す。
また、Ｒ30は、炭素数１から２０までのアルキル基を示す。
【００５９】
一般式（１３）で表される化合物としては、４６ＤＭＯＣ、４６ＤＭＯＩＰＰ、４６ＤＭ
ＯＥＰ、４６ＤＭＯＣＨＰ（商品名、旭有機材工業株式会社製）、ＤＭＬ－ＯＣＨＰ、Ｄ
ＭＬ－ＰＣ、ＤＭＬ－ＰＣＨＰ、ＤＭＬ－ＰＴＢＰ、ＤＭＬ－３４Ｘ、ＤＭＬ－ＥＰ、Ｄ
ＭＬ－ＰＯＰ、ＤＭＬ－ＯＣ、ＤＭＬ－ＰＦＰ、ＤＭＬ－ＰＳＢＰ（商品名、本州化学工
業株式会社製）、２，６－ジメトキシメチル－４－ｔ－ブチルフェノール、２，６－ジメ
トキシメチル－ｐ－クレゾール、２，６－ジアセトキシメチル－ｐ－クレゾール等、３つ
有するものとしてＴｒｉＭＬ－Ｐ、ＴｒｉＭＬ－３５ＸＬ、ＴｒｉＭＬ－ＴｒｉｓＣＲ－
ＨＡＰ（商品名、本州化学工業株式会社製）等、４つ有するものとしてＴＭ－ＢＩＰ－Ａ
（商品名、旭有機材工業株式会社製）、ＴＭＬ－ＢＰ、ＴＭＬ－ＨＱ、ＴＭＬ－ｐｐ－Ｂ
ＰＦ、ＴＭＬ－ＢＰＡ、ＴＭＯＭ－ＢＰ（商品名、本州化学工業株式会社製）等、６つ有
するものとしてＨＭＬ－ＴＰＰＨＢＡ、ＨＭＬ－ＴＰＨＡＰ（商品名、本州化学工業株式
会社製）が挙げられる。
【００６０】
　これらのうち、好ましくは、Ｂｉｓ－Ｚ、ＢｉｓＰ－ＥＺ、ＴｅｋＰ－４ＨＢＰＡ、Ｔ
ｒｉｓＰ－ＨＡＰ、ＴｒｉｓＰ－ＰＡ、ＢｉｓＯＣＨＰ－Ｚ、ＢｉｓＰ－ＭＺ、ＢｉｓＰ
－ＰＺ、ＢｉｓＰ－ＩＰＺ、ＢｉｓＯＣＰ－ＩＰＺ、ＢｉｓＰ－ＣＰ、ＢｉｓＲＳ－２Ｐ
、ＢｉｓＲＳ－３Ｐ、ＢｉｓＰ－ＯＣＨＰ、メチレントリス－ＦＲ－ＣＲ、ＢｉｓＲＳ－
２６Ｘ、一般式（１１）で表されるものとして、ＢｉｓＰＣ－ＰＣＨＰ、ＢｉｓＴＢＣ－
ＰＣ、Ｂｉｓ３５Ｘ－ＰＣ、メチレンビス－ｐ－ＣＲ、ｏ，ｏ’－ＢＰＦ、ＭＢ－ＰＩＰ
Ｐ、ＢｉｓＭＨＱ－Ｆ、Ｂｉｓ２４Ｘ－Ｆ（以上、商品名、本州化学工業株式会社製）、
ＢＩ２ＭＲ－ＰＣ、ＢＩ４ＭＣ－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＡＰ、ＢＩＰＣ－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＣ
、ＢＩＲ－ＰＴＢＰ、ＢＩＲ－ＰＣＨＰ、４ＰＣ、ＢＩＲ－ＢＩＰＣ－Ｆ（以上、商品名
、旭有機材工業株式会社製）及び、一般式（１２）で表される基を含有する熱架橋性化合
物としては、上記有機基を２つ有するものとして、ＤＭＬ－ＭＢＰＣ、ＤＭＬ－ＭＢＯＣ
、ジメチロール－ＢｉｓＯＣ－Ｐ、ＤＭＬ－ＭＴｒｉｓＰＣ及び、一般式（１３）で表さ
れる化合物としては、４６ＤＭＯＣ、４６ＤＭＯＥＰ、４６ＤＭＯＣＨＰ、ＤＭＬ－ＯＣ
ＨＰ、ＤＭＬ－ＰＣ、ＤＭＬ－ＰＣＨＰ、ＤＭＬ－ＰＴＢＰ、ＤＭＬ－３４Ｘ、ＤＭＬ－
ＥＰ、ＤＭＬ－ＰＯＰ、ＤＭＬ－ＰＦＰ、ＤＭＬ－ＰＳＢＰ、２，６－ジメトキシメチル
－４－ｔ－ブチルフェノール、２，６－ジメトキシメチル－ｐ－クレゾール、２，６－ジ
アセトキシメチル－ｐ－クレゾール等、３つ有するものとしてＴｒｉＭＬ－Ｐ、ＴｒｉＭ
Ｌ－３５ＸＬ等、４つ有するものとしてＴＭ－ＢＩＰ－Ａ、ＴＭＬ－ＢＰ、ＴＭＬ－ＨＱ
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、ＴＭＬ－ｐｐ－ＢＰＦ、ＴＭＬ－ＢＰＡ、ＴＭＯＭ－ＢＰ等、６つ有するものとしてＨ
ＭＬ－ＴＰＰＨＢＡ、ＨＭＬ－ＴＰＨＡＰが挙げられる。
【００６１】
これらのうち、特に好ましくは、Ｂｉｓ－Ｚ、ＴｅｋＰ－４ＨＢＰＡ、ＴｒｉｓＰ－ＨＡ
Ｐ、ＴｒｉｓＰ－ＰＡ、一般式（１１）で表されるものとして、ＢｉｓＰＣ－ＰＣＨＰ、
ＢｉｓＴＢＣ－ＰＣ、ＢＩ２ＭＲ－ＰＣ、ＢＩ４ＭＣ－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＡＰ、ＢＩＰＣ
－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＴＢＰ、ＢＩＲ－ＰＣＨＰ、４ＰＣ、ＢＩＲ－ＢＩＰ
Ｃ－Ｆ及び、一般式（１２）で表される基を含有する熱架橋性化合物としては、上記有機
基を２つ有するものとして、ＤＭＬ－ＭＢＰＣ、ＤＭＬ－ＭＢＯＣ及び、一般式（１３）
で表される化合物としては、ＤＭＬ－ＯＣＨＰ、ＤＭＬ－ＰＣ、ＤＭＬ－ＰＣＨＰ、ＤＭ
Ｌ－ＰＴＢＰ、ＤＭＬ－ＰＯＰ、２，６－ジメトキシメチル－４－ｔ－ブチルフェノール
、２，６－ジメトキシメチル－ｐ－クレゾール、２，６－ジアセトキシメチル－ｐ－クレ
ゾール等があげられる。
【００６２】
これらのうち、さらに好ましくは、一般式（１１）で表されるものとして、ＢｉｓＰＣ－
ＰＣＨＰ、ＢＩＲ－ＰＣＨＰ及び、一般式（１３）で表される化合物としては、ＤＭＬ－
ＯＣＨＰ、ＤＭＬ－ＰＣ、ＤＭＬ－ＰＣＨＰ、ＤＭＬ－ＰＴＢＰ、ＤＭＬ－ＰＯＰ、２，
６－ジメトキシメチル－４－ｔ－ブチルフェノール、２，６－ジメトキシメチル－ｐ－ク
レゾール、２，６－ジアセトキシメチル－ｐ－クレゾール等があげられる。
【００６３】
【化１６】
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【００６４】
この成分（ｂ）であるフェノール性水酸基を有する化合物を添加することで、得られる樹
脂組成物は、露光前はアルカリ現像液にほとんど溶解せず、露光すると容易にアルカリ現
像液に溶解するために、現像による膜減りが少なく、かつ短時間で現像が容易になる。
【００６５】
このようなフェノール性水酸基を有する化合物の添加量としては、ポリマー１００重量部
に対して、好ましくは１から５０重量部であり、さらに好ましくは３から４０重量部の範
囲である。これらは単独で又は２種以上を組み合わせて使用される。
【００６６】
一般式（１２）を含有する熱架橋性化合物以外の架橋構造を形成する化合物を共重合かつ
／または分散することができる。本発明におけるポリ（脂環式オレフィン）は架橋構造を
形成させることができ、耐薬品性、耐熱性、機械特性を向上させることができる。架橋構
造は、架橋構造を形成する化合物と一般式（１）で表されるポリ（脂環式オレフィン）と
の共重合体かつ／または分散体から形成することができる。
【００６７】
架橋構造を形成する化合物を単量体の一部として用いて、架橋性基を有する共重合体を得
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ることができる。また、一般式（４）の不飽和基含有脂環式酸無水物と、一般式（３）の
不飽和基含有脂環式イミド化合物かつ／または一般式（８）の不飽和基含有脂環式アミド
化合物との共重合体に、共重合体中の酸無水物と反応する架橋構造を形成する化合物（例
えばアミノ基を有する架橋構造を形成する化合物）とを反応させて架橋性基を有する共重
合体を得ることができる。また、反応性基を有するポリ（脂環式オレフィン）（例えば、
反応性基が酸無水物）を合成し、その反応性基と反応する基を２つ以上有する化合物（例
えば、ジアミン化合物）を溶媒に分散させ、両者を反応させることで架橋構造を形成する
ことができる。また、ポリ（脂環式オレフィン）と反応点を持たない架橋構造を形成する
化合物を用いて、相互貫入型ポリマーとしても良い。
【００６８】
本発明における架橋構造を形成する化合物の具体例としては、架橋構造を有する単量体と
して、架橋基を有するノルボルネンイミド誘導体（Ｎ－｛４－エチニルフェニル｝ビシク
ロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド、Ｎ－｛３－エチニル
フェニル｝ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド、Ｎ
－｛４－（トリメトキシシリル）フェニル｝ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－
２，３－ジカルボキシイミド、Ｎ－｛３－（トリエトキシシリル）プロピル｝ビシクロ［
２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド、Ｎ－｛４－（フェニルビ
ニル）フェニル｝ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミ
ド、Ｎ－｛４－ビニルフェニル｝ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジ
カルボキシイミド、Ｎ－｛４－（４－エチニルフェノキシ）フェニル｝ビシクロ［２．２
．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド、２，５－ノルボルナジエン等が
挙げられ、アミノ基を有する架橋構造を形成する化合物として、γ－アミノプロピルトリ
エトキシシラン、４－アミノフェニルトリメトキシシラン、３－アミノフェニルトリメト
キシシラン、４－アミノフェニルトリエトキシシラン、４－エチニルアニリン、３－エチ
ニルアニリン、４－アミノ－４’－エチニルジフェニルエーテル、２－[（トリメチルシ
リル）エチニル]アニリン、３－[（トリメチルシリル）エチニル]アニリン、４－[（トリ
メチルシリル）エチニル]アニリン、２－[（トリメチルシリル）エチニル]アニリン、２
－[２－（２－ヒドロキシプロピル）エチニル]アニリン、３－[２－（２－ヒドロキシプ
ロピル）エチニル]アニリン、４－[２－（２－ヒドロキシプロピル）エチニル]アニリン
、４－アミノスチレン、４－アミノスチルベン、４－アリルアニリン等があげられるがこ
ららに限定されない。また、前記ジアミン化合物の例として、３，４’－ジアミノジフェ
ニルエーテル、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、３，４’－ジアミノジフェニル
メタン、４，４’－ジアミノジフェニルメタン、３，４’－ジアミノジフェニルスルホン
、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン、３，４’－ジアミノジフェニルスルヒド、４
，４’－ジアミノジフェニルスルヒド、１，４－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン
、ベンジン、ｍ－フェニレンジアミン、Ｐ－フェニレンジアミン、１，５－ナフタレンジ
アミン、２，６－ナフタレンジアミン、ビス（４－アミノフェノキシフェニル）スルホン
、ビス（３－アミノフェノキシフェニル）スルホン、ビス（４－アミノフェノキシ）ビフ
ェニル、ビス｛４－（４－アミノフェノキシ）フェニル｝エーテル、１，４－ビス（４－
アミノフェノキシ）ベンゼン、２，２’－ジメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、２
，２’－ジエチル－４，４’－ジアミノビフェニル、３，３’－ジメチル－４，４’－ジ
アミノビフェニル、３，３’－ジエチル－４，４’－ジアミノビフェニル、２，２’，３
，３’－テトラメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、３，３’，４，４’－テトラメ
チル－４，４’－ジアミノビフェニル、２，２’－ジ（トリフルオロメチル）－４，４’
－ジアミノビフェニル、あるいはこれらの芳香族環にアルキル基やハロゲン原子で置換し
た化合物や、脂肪族のシクロヘキシルジアミン、メチレンビスシクロヘキシルアミン等が
挙げられるが、これらに限定されない。架橋構造を形成する化合物として、アルコキシシ
ラン化合物（例えば、テトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン、フェニルトリエト
キシシラン、メチルトリメトキシシラン、トリメトキシシラン、ヘキサメトキシジシラン
、ビス（トリエトキシシリル）エタン、ビス（トリエトキシシリル）メタン、１，１，３
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，３－テトラエトキシ－１，３－ジメチルジシロキサン、テトラキス（ジメチルシロキシ
）シラン、等）、エチニル化合物（例えば、１，３－ジエチニルベンゼン、１，４－ジエ
チニルベンゼン、９，１０－ビス（フェニルエチニルアントラセン）、１，３，５－トリ
エチニルベンゼン、ジフェニルアセチレン、１，２－ビス（フェニルエチニルベンゼン）
、１，３－ビス（フェニルエチニルベンゼン）、１，４－ビス（フェニルエチニルベンゼ
ン）、等）、ビニル化合物（例えば、ジビニルベンゼン、１，２，４－トリビニルシクロ
ヘキサン、等）、アリル化合物（例えば、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシア
ヌレート等）、等があげられるがこれらに限定されない。上記架橋構造を形成する化合物
は単独もしくは複数で用いることができる。
【００６９】
架橋構造を形成する化合物は０～８０重量％、好ましくは０～５０重量％とするのが良い
。架橋構造を形成する化合物の添加量が少なすぎると架橋密度が不十分で耐薬品性や耐熱
性が改善されない恐れがある。また、架橋を形成する化合物の添加量が多すぎると架橋密
度が高すぎ、膜が脆くなる恐れがある。
【００７０】
本発明に添加される（ｃ）の光酸発生剤としては、放射線の照射によって酸を発生する酸
発生剤が含まれる。酸発生剤の具体例としては、オニウム塩、ハロゲン含有化合物、ジア
ゾケトン化合物、ジアゾメタン化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物、ス
ルホンイミド化合物等が挙げられる。
【００７１】
オニウム塩の具体例としては、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ヨードニウム塩、スル
ホニウム塩、ホスホニウム塩、オキソニウム塩等が挙げられる。好ましいオニウム塩とし
ては、ジフェニルヨードニウムトリフレート、ジフェニルヨードニウムピレンスルホネー
ト、ジフェニルヨードニウムドデシルベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム
トリフレート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニル
スルホニウムナフタレンスルホネート、（ヒドロキシフェニル）ベンジルメチルスルホニ
ウムトルエンスルホネート等が挙げられる。
【００７２】
ハロゲン含有化合物の具体例としては、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキ
ル基含有ヘテロ環状化合物等が挙げられる。好ましいハロゲン含有化合物としては、１，
１－ビス（４－クロロフェニル）－２，２，２－トリクロロエタン、２－フェニル－４，
６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－ナフチル－４，６－ビス（トリク
ロロメチル）－ｓ－トリアジン等が挙げられる。
【００７３】
ジアゾケトン化合物の具体例としては、１，３－ジケト－２－ジアゾ化合物、ジアゾベン
ゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等が挙げられる。好ましいジアゾケトン化合
物は、フェノール性水酸基を有する化合物にナフトキノンジアジドのスルホン酸がエステ
ルで結合した化合物が好ましい。ここで用いられるフェノール性水酸基を有する化合物は
、２，２，３，４，４’－テトラヒドロキシベンゾフェノン、１，１，１－トリス（４－
ヒドロキシフェニル）エタンや（ｂ）のフェノール性水酸基を有する化合物が挙げられる
。このような化合物としては、Ｂｉｓ－Ｚ、ＢｉｓＰ－ＥＺ、ＴｅｋＰ－４ＨＢＰＡ、Ｔ
ｒｉｓＰ－ＨＡＰ、ＴｒｉｓＰ－ＰＡ、ＢｉｓＯＣＨＰ－Ｚ、ＢｉｓＰ－ＭＺ、ＢｉｓＰ
－ＰＺ、ＢｉｓＰ－ＩＰＺ、ＢｉｓＯＣＰ－ＩＰＺ、ＢｉｓＰ－ＣＰ、ＢｉｓＲＳ－２Ｐ
、ＢｉｓＲＳ－３Ｐ、ＢｉｓＰ－ＯＣＨＰ、メチレントリス－ＦＲ－ＣＲ、ＢｉｓＲＳ－
２６Ｘ（以上商品名、本州化学工業株式会社製）、ＢＩＲ－ＯＣ、ＢＩＰ－ＰＣ、ＢＩＲ
－ＰＣ、ＢＩＲ－ＰＴＢＰ、ＢＩＲ－ＰＣＨＰ、ＢＩＰ－ＢＩＯＣ－Ｆ、４ＰＣ、ＢＩＲ
－ＢＩＰＣ－Ｆ、ＴＥＰ－ＢＩＰ－Ａ（以上、商品名、旭有機材工業株式会社製）、ナフ
トール、テトラヒドロキシベンゾフェノン、没食子酸メチルエステル、ビスフェノールＡ
、メチレンビスフェノール、ＢｉｓＰ－ＡＰ（商品名、本州化学工業株式会社製）などの
化合物に４－ナフトキノンジアジドスルホン酸あるいは５－ナフトキノンジアジドスルホ
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ン酸をエステル結合で導入したものが好ましいものとして例示することが出来るが、これ
以外の化合物を使用することもできる。これらは単独で又は２種以上を組み合わせて使用
される。
【００７４】
また、本発明で用いるナフトキノンジアジド化合物の分子量が１０００より大きくなると
、その後の熱処理においてナフトキノンジアジド化合物が十分に熱分解しないために、得
られる膜の耐熱性が低下する、機械特性が低下する、接着性が低下するなどの問題が生じ
る可能性がある。このような観点より見ると、好ましいナフトキノンジアジド化合物の分
子量は３００から１０００である。さらに好ましくは、３５０から８００である。このよ
うなナフトキノンジアジド化合物の添加量としては、ポリマー１００重量部に対して、好
ましくは１から５０重量部である。
【００７５】
本発明における感光性樹脂組成物は溶媒に溶解して成膜することができる。好ましい溶媒
としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、アセトン、メチルエチ
ルケトン、シクロヘキサノン、ヘプタノン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸－ｔ－ブチル
、酢酸－ｎ－ブチル、酢酸－ｎ－ヘキシル、乳酸エチル、γ－ブチロラクトン等のエステ
ル類、１，２－ジクロロエタン、クロロホルム、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素
類、１，２－ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレング
リコールエチルメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロ
フラン、１，３－ジオキサン、１，４－ジオキサン等のエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－
ピロリドン、スルホラン等の非プロトン性極性溶媒、あるいはこれらの混合したもの、そ
の他、本発明における感光性樹脂組成物が溶解するものを好ましく用いることができる。
また、これらの溶媒は、単独でまたは２種以上を混合して使用することができる。
【００７６】
また、本発明における感光性樹脂組成物に、固体粒子を添加することで、機械特性の向上
、低誘電率化、さらに組成物溶液の粘性を高めて塗布性を改善することができる。
【００７７】
上記固体粒子としては、シリカ粒子、チタニア粒子、ジルコニア粒子、セリア粒子などの
無機酸化粒子やその分散ゲル、あるいはフラーレン粒子、カーボンナノチューブ、ポリテ
トラフルオロエチレンおよびポリテトラフルオロエチレンプロピレン共重合体やこれらの
分散ゲルなどを挙げることができ、これら固体粒子の少なくとも１つを含有することで上
記特性の改善を図ることができる。固体粒子は、樹脂成分１００重量部に対して１～１０
０重量部添加することが好ましく、より好ましくは５～５０重量部である。
【００７８】
また、必要に応じて上記、感光性樹脂組成物と基板との塗れ性を向上させる目的で界面活
性剤、乳酸エチルやプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのエステル
類、エタノールなどのアルコール類、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトンなどの
ケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類を混合しても良い。また、
２酸化ケイ素、２酸化チタンなどの無機粒子、あるいはポリイミドの粉末などを添加する
こともできる。
【００７９】
さらにシリコンウエハなどの下地基板との接着性を高めるために、シランカップリング剤
、チタンキレート剤などを感光性樹脂組成物のワニスに０．５から１０重量％添加したり
、下地基板をこのような薬液で前処理したりすることもできる。
【００８０】
感光性樹脂組成物に添加する場合、メチルメタクリロキシジメトキシシラン、３－アミノ
プロピルトリメトキシシラン、などのシランカップリング剤、チタンキレート剤、アルミ
キレート剤をワニス中のポリマーに対して０．５から１０重量％添加する。
【００８１】



(24) JP 4576797 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

基板を処理する場合、上記で述べたカップリング剤をイソプロパノール、エタノール、メ
タノール、水、テトラヒドロフラン、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー
ト、プロピレングリコールモノメチルエーテル、乳酸エチル、アジピン酸ジエチルなどの
溶媒に０．５から２０重量％溶解させた溶液をスピンコート、浸漬、スプレー塗布、蒸気
処理などで表面処理をする。場合によっては、その後５０℃から３００℃までの温度をか
けることで、基板と上記カップリング剤との反応を進行させる。
【００８２】
また、本発明の樹脂組成物（ポリ（脂環式オレフィン）等）の酸化を防ぐ目的で市販の酸
化防止剤を添加してもよい。
【００８３】
次に、本発明の感光性樹脂組成物を用いて樹脂パターンを形成する方法について説明する
。
【００８４】
感光性樹脂組成物を基板上に塗布する。基板としてはシリコンウエハ、セラミックス類、
ガリウムヒ素、ソーダ硝子、石英硝子などが用いられるが、これらに限定されない。塗布
方法としてはスピンナを用いた回転塗布、スプレー塗布、ロールコーティングなどの方法
がある。また、塗布膜厚は、塗布手法、組成物の固形分濃度、粘度などによって異なるが
通常、乾燥後の膜厚が、０．１から１０μｍになるように塗布される。
【００８５】
次に感光性組成物を塗布した基板を乾燥して、感光性樹脂組成物被膜を得る。
乾燥はオーブン、ホットプレート、赤外線などを使用し、５０℃から１７０℃の範囲で１
分から数時間行うのが好ましい。
【００８６】
次に、この感光性樹脂組成物被膜上に所望のパターンを有するマスクを通して化学線を照
射し、露光する。露光に用いられる化学線としては紫外線、可視光線、電子線、Ｘ線など
があるが、本発明では水銀灯のｉ線（３６５ｎｍ）、ｈ線（４０５ｎｍ）、ｇ線（４３６
ｎｍ）を用いるのが好ましい。
【００８７】
耐熱性樹脂のパターンを形成するには、露光後、現像液を用いて露光部を除去することに
よって達成される。現像液としては、テトラメチルアンモニウムの水溶液、ジエタノール
アミン、ジエチルアミノエタノール、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウ
ム、炭酸カリウム、トリエチルアミン、ジエチルアミン、メチルアミン、ジメチルアミン
、酢酸ジメチルアミノエチル、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノエチルメタク
リレート、シクロヘキシルアミン、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンなどのア
ルカリ性を示す化合物の水溶液が好ましい。また場合によっては、これらのアルカリ水溶
液にＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ、Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ、Ｎ－ジメチルア
セトアミド、ジメチルスルホキシド、γ－ブチロラクロン、ジメチルアクリルアミドなど
の極性溶媒、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコール類、乳酸エチ
ル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのエステル類、シクロペン
タノン、シクロヘキサノン、イソブチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類
などを単独あるいは数種を組み合わせたものを添加してもよい。現像後は水にてリンス処
理をする。ここでもエタノール、イソプロピルアルコールなどのアルコール類、乳酸エチ
ル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのエステル類などを水に加
えてリンス処理をしても良い。
【００８８】
　現像後、５００℃以下、好ましくは２５０℃以下、さらに好ましくは２００℃以下、さ
らに好ましくは１７０℃以下の温度を加えて樹脂被膜に変換する。本発明のポリ（脂環式
オレフィン）組成物はあらかじめ耐熱性樹脂に変換した後に塗布成膜が可能なので、塗布
溶剤が乾燥する温度で加熱することにより、耐熱性被膜を形成できる。つまり、耐熱性被
膜を低温加熱で得ることができるので、耐熱性の高くない基板に対して使用することがで
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きる。
この加熱処理は温度を選び、段階的に昇温するか、ある温度範囲を選び連続的に昇温しな
がら５分から５時間実施する。一例としては、１３０℃、２００℃、３５０℃で各３０分
ずつ熱処理する。あるいは室温より２５０℃まで２時間かけてまたは、４００℃まで２時
間かけて直線的に昇温するなどの方法が挙げられる。
【００８９】
また、本発明におけるポリ（脂環式オレフィン）は酸化されやすいため、２００℃以上で
加熱処理する際に、不活性ガス（例えば、窒素、アルゴン、ヘリウムなど）雰囲気下で処
理するのが好ましく、このとき、加熱処理雰囲気の酸素濃度が１０００ｐｐｍ以下、好ま
しくは３００ｐｐｍ以下、さらに好ましくは１００ｐｐｍ以下であることが好ましい。さ
らに、ポリマーの酸化を防ぐために、加熱処理雰囲気に還元性ガスを含むことが好ましい
。還元性ガスの例として、水素、メタン、エタン、プロパン、シラン、メチルシラン、硫
化水素等が挙げられるが、特に水素を含むことが好ましい。これらを１種または２種以上
のガスを用いても良い。還元性ガスの混合率は、安全性の面で、爆発限界濃度以外で用い
ることが好ましい。例えば水素の場合、爆発限界濃度が４～７２．４％であるので、０～
４％または７２．４～１００％であることが望ましい。
【００９０】
本発明におけるポリ（脂環式オレフィン）組成物の５％重量減少温度（Ｔｄ１）は、工程
上必要とされる耐熱性の点から、１７０℃以上が好ましく、より好ましくは２００℃以上
、さらに好ましくは３００℃以上である。また、ガラス転移温度（Ｔｇ）は１７０℃以上
が好ましく、より好ましくは２５０℃以上である。
【００９１】
本発明におけるポリ（脂環式オレフィン）の重量平均分子量は、５００以上が好ましく、
より好ましくは１０００以上である。本発明におけるポリ（脂環式オレフィン）組成物の
誘電率（１ｋＨｚ）は３．５以下、さらに３．０以下であることが好ましい。
【００９２】
本発明による感光性樹脂組成物により形成した樹脂被膜は、半導体の層間絶縁膜、パッシ
ベーション膜、半導体素子の保護膜や半導体素子基板の平坦化膜、有機電界発光素子（特
にプラスチック基板を用いた湾曲可能な有機電界発光素子）などを搭載した表示装置にお
ける絶縁層や光部品など光学材料の用途に用いられる。
【００９３】
ここで、平坦化膜とは半導体素子が形成された基板表面の凹凸を埋めて、基板表面を平坦
化するための薄膜である。特に、薄膜トランジスター（ＴＦＴ）で駆動するアクティブ表
示装置において、ＴＦＴ基板表面の平坦化のために用いられる。
【００９４】
　また本発明の組成物を用いて表示装置に形成される絶縁層は、基板上に形成された第一
電極と、前記第一電極に対向して設けられた第二電極とを含む表示装置に関するものであ
り、具体的には例えば、ＬＣＤ、ＥＣＤ、ＥＬＤ、有機電界発光素子を用いた表示装置（
有機電界発光装置）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、蛍光表示管（Ｖ
ＦＤ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）などが該当する。有機電界発光装置とは、基板
上に形成された第一電極と、第一電極上に形成された少なくとも有機化合物からなる発光
層を含む薄膜層と、薄膜層上に形成された第二電極とを含む有機電界発光素子からなる表
示装置である。発光材料の違いにより、低分子材料を用いる低分子型と高分子材料を用い
る高分子型に大別される。前者の低分子型の場合、本発明による感光性樹脂組成物により
形成した樹脂被膜は、第一電極のエッジ部分に集中する電界を緩和するために、第一電極
を部分的に露出せしめるように第一電極上に形成されるものである。また、後者の高分子
型の場合、前者低分子型におけるエッジ部集中電界緩和の役割に加え、高分子発光材料を
溶解せしめたインクをインクジェット方式にてパターン加工する際に、インクを打ち込む
土手（バンク）としても好適に機能することがある。
【００９５】
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【実施例】
以下実施例および技術をあげて本発明を説明するが、本発明はこれらの例によって限定さ
れるものではない。なお、実施例中の感光性樹脂組成物の評価は以下の方法により行った
。
【００９６】
感光性樹脂組成物の膜作製
６インチシリコンウエハ上に、感光性樹脂組成物（以下ワニスと呼ぶ）をプリベーク後の
膜厚が１．５μｍとなるように塗布し、ついでホットプレ－ト（大日本スクリーン製造株
式会社製ＳＣＷ－６３６）を用いて、１２０℃で３分プリベークすることにより、感光性
樹脂組成物の膜を得た。
【００９７】
膜厚の測定方法
大日本スクリーン製造株式会社製ラムダエースＳＴＭ－６０２を使用し、屈折率１．５４
で測定を行った。
【００９８】
露光
露光機（キャノン株式会社製コンタクトアライナーＰＬＡ５０１Ｆ）に、ニコンテストパ
ターンをセットし、紫外線強度１０ｍＷ／ｃｍ2（３６５ｎｍ換算）で、所定の時間、紫
外線全波長露光を行った。
【００９９】
現像
水酸化テトラメチルアンモニウムの２．３８％水溶液からなる現像液を用い、２３℃６０
秒間浸漬現像を実施した。次いで水にて２０秒間リンス処理後、乾燥した。
【０１００】
残膜率の算出
残膜率は以下の式に従って算出した。
残膜率（％）＝現像後の膜厚÷プリベーク後の膜厚×１００
感度の算出
露光、現像後、５０μｍのライン・アンド・スペースパターン（１Ｌ／１Ｓ）を１対１の
幅に形成する露光量（以下、これを最適露光量という）を求めた。
【０１０１】
解像度の算出
露光、現像後、５０μｍのライン・アンド・スペースパターン（１Ｌ／１Ｓ）を１対１の
幅に形成する最適露光量における最小のパターン寸法を解像度とした。
【０１０２】
重量平均分子量の測定
ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）（Ｍｏｄｅｌ５１０（Ｗａｔｅｒｓ
社製））を用いて、ポリスチレン換算にて重量平均分子量（Ｍｗ）を測定した。
【０１０３】
比誘電率の測定
６×６ｃｍのＡｌ基板上にワニスをプリベーク後の膜厚が１．５μｍとなるように塗布し
、ついでホットプレ－ト（大日本スクリーン製造株式会社製ＳＣＷ－６３６）を用いて、
１２０℃で３分プリベークし、さらにオーブン（光洋リンドバーグ株式会社製イナートオ
ーブン）を用いて、窒素下で１４０℃で０．５時間、２５０℃で１時間乾燥することによ
り、前記樹脂の膜を得た。その後、Ａｌ基板上に形成したこのポリマー膜上にマスクをし
てＡｌを真空蒸着し、上部電極を形成して比誘電率（ε）測定試料とした。１ｋＨｚにお
ける静電容量を横川・ヒューレット・パッカード株式会社製のＬＣＲメーター４２８４Ａ
を用いて測定し、下記式により比誘電率（ε）を求めた。
ε＝Ｃ・ｄ／ε0・Ｓ（但し、Ｃは静電容量（Ｆ）、ｄは試料膜厚（ｍ）、ε0は真空中の
誘電率、Ｓは上部電極面積（ｍ2）である。）。
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【０１０４】
ガラス転移温度(Ｔｇ)の測定
示差走査熱量計ＤＳＣ－５０（島津製作所株式会社製）により、窒素雰囲気中、昇温速度
２０℃／分で測定した。
【０１０５】
重量減少率（Ｔｄ）の測定
熱重量測定装置ＴＧＡ－５０（島津製作所株式会社製）を用い、２００℃１時間熱処理後
を時点を１００％とし、昇温速度１０℃／分で加熱して５重量％減少したときの温度を測
定した。
核磁気共鳴スペクトル（1Ｈ－ＮＭＲ）の測定
溶媒ＴＨＦ－ｄ８に溶解し、２７０ＭＨｚで測定した。測定装置は超伝導ＦＴＮＭＲ「Ｅ
Ｘ－２７０」（日本電子データム株式会社製）を用いた。
【０１０６】
　平坦化率の測定
　凹凸のある基板上に樹脂組成物をスピンコート法により塗布し、ホットプレート上でプ
リベーク、クリーンオーブン中で加熱した。得られた基板に対し、図１の基板の凹凸段差
ｘ、平坦化膜形成後の凹凸段差ｙの値を（ｘ－ｙ）／ｘ×１００の式に代入し、平坦化率
を算出した。なお、一般的に平坦化膜としては０．７以上の平坦化率が要求される。
【０１０７】
参考例１　ｅｘｏ－ナジック酸無水物の合成
ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物（ｅｘ
ｏ－ナジック酸無水物）の合成
ｅｎｄｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物（ｅ
ｎｄｏ－ナジック酸無水物）１００ｇ（０．６１モル）を、窒素下、２００℃で６時間攪
拌して熱異性化させた。反応物を１２０℃まで冷却し、トルエン１００ｍｌを加えた後、
室温まで冷却すると淡黄色の結晶が析出した。さらに、この結晶をトルエンで再結晶する
ことにより無色透明の針状結晶を得た。濾過により、結晶を分離し、減圧下で乾燥し、目
的の化合物を３２．８３ｇ得た。
【０１０８】
参考例２　パラジウム錯体の合成
塩化パラジウム（II）２ｇ（０．０１１モル）を塩酸（３６％）５ｍｌに加熱しながら溶
解し、冷却後エタノール１５０ｍｌを加えた。この反応液を濾過後、濾液に２，５－ノル
ボルナジエン２．３１ｇ（０．０２５モル）を加えたところ、黄色固体が析出した。濾過
により固体を分離し、減圧下で乾燥し、ビシクロ［２．２．１］ヘプタジエン－パラジウ
ムクロリド３．０７ｇを得た。
【０１０９】
このビシクロ［２．２．１］ヘプタジエン－パラジウムクロリド２．６２ｇ（０．００９
７モル）、炭酸ナトリウム０．８８ｇ（０．００８３モル）にメタノール３５ｍｌを加え
、窒素下、室温で２時間撹拌して反応させた。反応液を濾過により分離し、減圧下で乾燥
したところ、ビシクロ［２．２．１］ヘプタジエン－パラジウムクロリド二量体２．５７
ｇを淡黄色の粉末として得た。
【０１１０】
さらに、このビシクロ［２．２．１］ヘプタジエン－パラジウムクロリド二量体をクロロ
ベンゼンに溶解させた後、１．６等量のヘキサフルオロアンチモン酸銀を加え、室温で１
５分撹拌し、目的とするパラジウム錯体の溶液を得た。この溶液を不飽和基含有脂環式イ
ミドの重合触媒として用いた。
【０１１１】
参考例３　ナジイミドＡの合成
Ｎ－｛３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル｝ビシクロ［２．２．１］ヘプト－
５－エン－２，３－ジカルボキシイミドの合成
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ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物６．８
５ｇ（０．０４モル）を氷酢酸３４ｍｌ（２０ｗ／ｖ）に溶解した。
この溶液に３，５－ビス（トリフルオロメチル）アニリン１０．１９ｇ（０．０４モル）
を滴下し、窒素下、１２０℃で８時間攪拌して反応させた。反応液を冷却後、水６００ｍ
ｌに注ぐと淡黄色の結晶が析出した。さらに、この結晶を酢酸エチルで再結晶することに
より無色透明の針状結晶を得た。濾過により、結晶を分離し、減圧下で乾燥し、目的の化
合物を１１．６２ｇ得た。
【０１１２】
参考例４　ナジイミドＢの合成
Ｎ－（４－トリフルオロメチルフェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２
，３－ジカルボキシイミドの合成
ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物９．２
６ｇ（０．０６モル）を氷酢酸４６ｍｌ（２０ｗ／ｖ）に溶解した。
この溶液に４－トリフルオロメチルアニリン１０ｇ（０．０６モル）を滴下し、窒素下、
１２０℃で８時間攪拌して反応させた。反応液を冷却後、水６００ｍｌに注ぐと淡黄色の
結晶が析出した。さらに、この結晶を酢酸エチルで再結晶することにより無色透明の針状
結晶を得た。濾過により、結晶を分離し、減圧下で乾燥し、目的の化合物を１３．１２ｇ
得た。
【０１１３】
参考例５　ナジイミドＣの合成
Ｎ－［３－トリフルオロメチル－４－｛３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノキシ
］ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミドの合成
ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物５．７
５ｇ（０．０４モル）を氷酢酸２９ｍｌ（２０ｗ／ｖ）に溶解した。
この溶液に３－トリフルオロメチル－４－｛３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェノ
キシ｝アニリン１５ｇ（０．０４モル）を滴下し、窒素下、１２０℃で８時間攪拌して反
応させた。反応液を冷却後、水６００ｍｌに注ぐと淡黄色の結晶が析出した。さらに、こ
の結晶を酢酸エチルで再結晶することにより無色透明の針状結晶を得た。濾過により、結
晶を分離し、減圧下で乾燥し、目的の化合物を１３．６１ｇ得た。
【０１１４】
参考例６　ナジイミドＤの合成
Ｎ－（３，５－ジメチルフェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－
ジカルボキシイミドの合成
ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物５．７
５ｇ（０．０４モル）を氷酢酸２９ｍｌ（２０ｗ／ｖ）に溶解した。
この溶液に３，５－ジメチルアニリン４．８４ｇ（０．０４モル）を滴下し、窒素下、１
２０℃で８時間攪拌して反応させた。反応液を冷却後、水６００ｍｌに注ぐと淡黄色の結
晶が析出した。さらに、この結晶を酢酸エチルで再結晶することにより無色透明の針状結
晶を得た。濾過により、結晶を分離し、減圧下で乾燥し、目的の化合物を９ｇ得た。
【０１１５】
参考例７　ナジイミドＥの合成
Ｎ－（３－ヒドロキシフェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジ
カルボキシイミドの合成
ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物８．２
０ｇ（０．０５モル）を氷酢酸５４．４ｍｌに溶解した。この溶液に３－アミノフェノー
ル５．４０ｇ（０．０５モル）を滴下し、窒素下、１２０℃で８時間攪拌して反応させた
。反応液を冷却後、水６００ｍｌに注ぐと淡黄色の結晶が析出した。さらに、この結晶を
酢酸エチルで再結晶することにより無色透明の針状結晶を得た。濾過により、結晶を分離
し、減圧下で乾燥し、目的の化合物を１１．５ｇ得た。
【０１１６】
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参考例８　ナジイミドＦの合成
Ｎ－（３－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）フェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプ
ト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミドの合成
ナジイミドＥ１０．２０ｇ（０．０４０モル）とイミダゾール２．９９ｇ（０．０４４モ
ル）をジメチルホルムアミド１２ｍｌに溶解し、ｔ－ブチルジメチルシリルクロライド６
．６３ｇ（０．０４４モル）を加えた。室温で２０時間反応させた。酢酸エチルを１００
ｍｌ加え、水で３回洗浄した。有機相を硫酸マグネシウムで乾燥し、酢酸エチルを留去し
た。酢酸エチル／ヘキサンで再結晶を行い目的物を８．００ｇ得た。
【０１１７】
参考例９　ナジイミドＧの合成
Ｎ－（３－カルボキシフェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジ
カルボキシイミドの合成
ｅｘｏ－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物８．２
０ｇ（０．０５モル）を氷酢酸５４．４ｍｌに溶解した。この溶液に３－アミノ安息香酸
６．８５ｇ（０．０５モル）を滴下し、窒素下、１２０℃で８時間攪拌して反応させた。
反応液を冷却後、水６００ｍｌに注ぐと淡黄色の結晶が析出した。さらに、この結晶を酢
酸エチルで再結晶することにより無色透明の針状結晶を得た。濾過により、結晶を分離し
、減圧下で乾燥し、目的の化合物を１２ｇ得た。
【０１１８】
参考例１０　光酸発生剤（１）の合成
乾燥窒素気流下、ＴｒｉｓＰ－ＨＡＰ（商品名、本州化学工業株式会社製）２１．２３ｇ
（０．０５モル）と５－ナフトキノンジアジドスルホニル酸クロリド３３．５８ｇ（０．
１２５モル）を１，４－ジオキサン４５０ｇに溶解させ、室温にした。ここに、１，４－
ジオキサン５０ｇと混合させたトリエチルアミン１２．６５ｇ（０．１２５モル）を系内
が３５℃以上にならないように滴下した。
滴下後３０℃で２時間攪拌した。トリエチルアミン塩を濾過し、ろ液を水に投入させた。
その後、析出した沈殿をろ過で集めた。この沈殿を真空乾燥機で乾燥させ、光酸発生剤（
１）を得た。
【０１１９】
【化１７】

【０１２０】
　参考例１１　光酸発生剤（２）の合成
　乾燥窒素気流下、ＴｒｉｓＰ－ＨＡＰ（商品名、本州化学工業株式会社製）、１５．３
１ｇ（０．０５モル）と５－ナフトキノンジアジドスルホニル酸クロリド４０．２８ｇ（
０．１５モル）を１，４－ジオキサン４５０ｇに溶解させ、室温にした。ここに、１，４
－ジオキサン５０ｇと混合させたトリエチルアミン１５．１８ｇ（０．１５モル）を用い
、参考例１０と同様にして光酸発生剤（２）を得た。
【０１２１】
【化１８】
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　参考例１２　光酸発生剤（３）の合成
　乾燥窒素気流下、４－イソプロピルフェノール６．８１ｇ（０．０５モル）と５－ナフ
トキノンジアジドスルホニル酸クロリド１３．４３ｇ（０．０５モル）を１，４－ジオキ
サン４５０ｇに溶解させ、室温にした。ここに、１，４－ジオキサン５０ｇと混合させた
トリエチルアミン５．０６ｇを用い、参考例１０と同様にして光酸発生剤（３）を得た。
【０１２３】
【化１９】

【０１２４】
　参考例１３　光酸発生剤（４）の合成
　乾燥窒素気流下、ビスフェノールＡ　１１．４１ｇ（０．０５モル）と５－ナフトキノ
ンジアジドスルホニル酸クロリド２６．８６ｇ（０．１モル）を１，４－ジオキサン４５
０ｇに溶解させ、室温にした。ここに、１，４－ジオキサン５０ｇと混合させたトリエチ
ルアミン１０．１２ｇを用い、参考例１０と同様にして光酸発生剤（４）を得た。
【０１２５】
【化２０】

【０１２６】
同様に、各実施例に使用したフェノール性水酸基を有する化合物を下記に示した。
【０１２７】
【化２１】
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【０１２８】
実施例１　ポリマーＡＦの合成
窒素下、参考例３で得られたナジイミドＡ４．８７ｇ（０．０１３モル）と参考例８で得
られたナジイミドＦ２．５８ｇ（０．００７モル）を加え、参考例２で得られたパラジウ
ム錯体のクロロベンゼン溶液（触媒：モノマーに対して１／５０モル）を加え、室温で３
６時間反応させた。この反応液を固体をメタノールに投入し、ポリマーを析出させた。減
圧下にて乾燥しポリマーを得た。収量は、６．００ｇであった。このポリマーをクロロベ
ンゼン６０ｇに溶解し、ポリマーＡＦ溶液とした。ジメチルフェニルシラン６ｇを加え、
２４時間攪拌した。析出した黒色沈澱（Ｐｄ）を濾過で取り除き、濾液をヘキサンに投入
し白色沈殿を得た。この沈澱を濾取し、減圧下にて乾燥し、ポリマーを得た。収量は５．
５０ｇであった。ポリマー中のＰｄ濃度は０．１重量％以下であった。１Ｈ－ＮＭＲから
ナジイミドＦユニットが３５モル％導入していることがわかった。さらに、このポリマー
をテトラヒドロフラン２５ｇに溶解し、ついで、テトラブチルアンモニウムフルオリドを
４．１ｇ加えて室温で６時間撹拌し、脱保護によるフェノール性水酸基の脱保護化を（３
－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）フェニル基＝＞　３－ヒドロキシフェニル基）図
った。析出したポリマーを濾取して、水５００ｍｌで洗浄した。減圧乾燥して、ポリマー
ＡＦ４．５ｇを得た。重量平均分子量（Ｍｗ）は３９０００であった。このポリマーＡＦ
１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（１）０．２５ｇ、フェノール水酸基を有する化合
物としてＢｉｓ－Ｚ０．１０ｇをジメチルアセトアミド４．３６ｇに溶解してワニスＡＦ
を得た。得られたワニスＡＦを用いて前記のようにシリコンウエハー上に感光性樹脂組成
物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評価を行った。ま
た、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１２９】
　実施例２　ポリマーＢＦの合成
　参考例４で得られたナジイミドＢ５．５３ｇ（０．０１８モル）と参考例８で得られた
ナジイミドＦ４．４２ｇ（０．０１２モル）を単量体として用いた以外は実施例１と同様
に重合を行い、ポリマーＢＦの固体を得た。収量は、７．００ｇであった。重量平均分子
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量（Ｍｗ）は４００００であった。ポリマー中のＰｄ濃度は０．１重量％以下であった。
【０１３０】
このポリマーＢＦ１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（２）０．３０ｇ、フェノール水
酸基を有する化合物としてＢｉｓＲＳ－２Ｐ０．１５ｇをジメチルアセトアミド４．３６
ｇに溶解してワニスＢＦを得た。得られたワニスＢＦを用いて前記のようにシリコンウエ
ハー上に感光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度に
ついて評価を行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３１】
　実施例３　ポリマーＣＦの合成
　参考例５で得られたナジイミドＣ１０．５ｇ（０．０２１モル）と参考例８で得られた
ナジイミドＦ３．３１ｇ（０．００９モル）を単量体として用いた以外は実施例１と同様
に重合を行い、ポリマーＣＦの固体を得た。収量は、１０．０３ｇであった。重量平均分
子量（Ｍｗ）は５００００であった。ポリマー中のＰｄ濃度は０．１重量％以下であった
。このポリマーＣＦ１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（３）０．２５ｇ、フェノール
水酸基を有する化合物としてＴｒｉｓＰ－ＰＡ０．１０ｇをジメチルアセトアミド５．３
６ｇに溶解してワニスＣＦを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシリコンウエハ
ー上に感光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度につ
いて評価を行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３２】
　実施例４　ポリマーＤＦの合成
　参考例６で得られたナジイミドＤ５．３４ｇ（０．０２モル）と参考例８で得られたナ
ジイミドＦ７．３５ｇ（０．０２モル）を単量体として用いた以外は実施例１と同様に重
合を行い、ポリマーＤＦの固体を得た。収量は、１０．８８ｇであった。重量平均分子量
（Ｍｗ）は５５０００であった。ポリマー中のＰｄ濃度は０．１重量％以下であった。こ
のポリマーＤＦ１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（４）０．２５ｇ、フェノール水酸
基を有する化合物としてＢＩＲ－ＰＣ０．０５ｇをジメチルアセトアミド５．３６ｇに溶
解してワニスＤＦを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシリコンウエハー上に感
光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評価
を行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３３】
　実施例５　ポリマーＥｎの合成
　窒素下、ｅｎｄｏ－ナジック酸無水物５．７４ｇ（０．０３５モル）、２－ノルボルネ
ン５．９３ｇ（０．０６３モル）、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート０．６
ｇ（０．００２モル）と重合開始剤のジメチル－２，２′－アゾビスイソブチレート１．
１５ｇ（０．００５モル）をテトラヒドロラン１２．２７ｍｌに溶解し、８０℃で５時間
撹拌した。冷却後、テトラヒドロフランを４８ｍｌ加えて希釈した後、ヘキサンに投入し
ポリマーを析出させた。析出したポリマーを濾取後、減圧乾燥し、ポリマーＥｎ’を１０
．０８ｇ得た。このポリマーＥｎ’をガンマブチロラクトンに溶解し、３－アミノフェノ
ール４．２０ｇ（０．０３８モル）、イミダゾール０．５ｇを加え、５０℃で３時間撹拌
した。その後、無水酢酸３．５７ｇ（０．０３５モル）を加え、１２０℃で３時間撹拌し
た。その後冷却し、水５００ｍｌに投入し、ポリマーを析出させた。析出したポリマーを
減圧乾燥し、ポリマーＥｎ１１．１２ｇを得た。重量平均分子量（Ｍｗ）は１７０００で
あった。このポリマーＥｎ１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（１）０．３０ｇ、フェ
ノール水酸基を有する化合物としてＢｉｓＰＣ－ＰＣＨＰ０．１ｇを乳酸エチル５．３６
ｇに溶解してワニスＥｎを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシリコンウエハー
上に感光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度につい
て評価を行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３４】
　実施例６　ポリマーＥｐの合成
　メチルメタアクリレート１．３０ｇ（０．０１３モル）と参考例７で得られたナジイミ
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ドＥ２．５８ｇ（０．００７モル）と重合開始剤のジメチル－２，２′－アゾビスイソブ
チレート０．２３ｇ（０．００１モル）をテトラヒドロラン１４ｍｌに溶解し、８０℃で
５時間撹拌した。冷却後、テトラヒドロフランを１２ｍｌ加えて希釈した後、水１００ｍ
ｌに投入し、ポリマーを析出させた。析出したポリマーを減圧乾燥し、ポリマーＥｐ２．
０７ｇを得た。重量平均分子量（Ｍｗ）は２００００であった。このポリマーＥｐ１．０
０ｇ、上記に示した光酸発生剤（２）０．３０ｇ、フェノール水酸基を有する化合物とし
てＤＭＬ－ＰＣ０．３５ｇをプロピレングリコールモノメチルエーテル５．３６ｇに溶解
してワニスＥｐを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシリコンウエハー上に感光
性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評価を
行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３５】
　実施例７　ポリマーＧｎの合成
　窒素下、参考例９のナジイミドＧ８．３３ｇ（０．０３５モル）、２－ノルボルネン５
．９３ｇ（０．０６３モル）、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート（ＴＣＤＭ
）０．６ｇ（０．００２モル）と重合開始剤のジメチル－２，２′－アゾビスイソブチレ
ート１．１５ｇ（０．００５モル）をテトラヒドロラン１４．８６ｍｌに溶解し、８０℃
で５時間撹拌した。冷却後、テトラヒドロフランを５０ｍｌ加えて希釈した後、水５００
ｍｌに投入し、ポリマーを析出させた。析出したポリマーを減圧乾燥し、ポリマーＧｎ１
１．１２ｇを得た。重量平均分子量（Ｍｗ）は１７０００であった。このポリマーＧｎ１
．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（１）０．３０ｇ、フェノール水酸基を有する化合物
として２，６－ジアセトキシ－ｐ－クレゾール０．３ｇをジメチルアセトアミド５．３６
ｇに溶解してワニスＧｎを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシリコンウエハー
上に感光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度につい
て評価を行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３６】
　実施例８　ポリマーＦの合成
　実施例１の単量体をナジイミドＦ３．６８ｇ（０．０１モル）のみにした以外は実施例
１と同様に重合・調製（フェノール性水酸基の脱保護化を含む）を行い、ポリマーＦを３
．４０ｇ得た。重量平均分子量（Ｍｗ）は５００００であった。このポリマーＦ１．００
ｇ、上記に示した光酸発生剤（１）０．３０ｇをジメチルアセトアミド５．３６ｇに溶解
してワニスＦを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシリコンウエハー上に感光性
樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評価を行
った。また、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少温度を測定した。
【０１３７】
　実施例９　ワニスＡＦ’の調製
　実施例１のポリマーＡＦ１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（１）０．２５ｇをジメ
チルアセトアミド４．３６ｇに溶解してワニスＡＦ’を得た。得られたワニスＡＦ’を用
いて前記のようにシリコンウエハー上に感光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワ
ニスの感度、残膜率、解像度について評価を行った。また、誘電率、ガラス転移温度、５
％重量減少温度を測定した。
【０１３８】
実施例１０
厚さ１．１ｍｍの無アルカリガラス表面にスパッタリング蒸着法によって厚さ１３０ｎｍ
のＩＴＯ透明電極膜が形成されたガラス基板を１２０×１００ｍｍの大きさに切断した。
ＩＴＯ基板上にフォトレジストを塗布して、通常のフォトリソグラフィ法による露光・現
像によってパターニングした。ＩＴＯの不要部分をエッチングして除去した後、フォトレ
ジストを除去することで、ＩＴＯ膜を長さ９０ｎｍ、幅８０μｍのストライプ形状にパタ
ーニングした。このストライプ状第一電極は１００μｍピッチである。こうして、第一電
極を形成した基板を作成した。
【０１３９】
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次に、実施例１で得られたワニスＡＦの濃度調整をプロピレングリコールモノメチルエー
テルを用いて行い、スピンコート法により第一電極を形成した基板上に塗布し、ホットプ
レート上で１２０℃で３分間プリベークした。この膜にフォトマスクを介してＵＶ露光し
た後、２．３８％ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド）水溶液で露
光部分のみを溶解させることで現像し、純水でリンスした。得られたパターンをクリーン
オーブン中、空気雰囲気下で２００℃６０分加熱してキュアし、絶縁層を第一電極のエッ
ジを覆うように形成した。絶縁層の厚さは約１μｍであった。
【０１４０】
次に、絶縁層を形成した基板を用いて低分子型の有機電界発光装置の作製を行った。発光
層を含む薄膜層は、抵抗線加熱方式による真空蒸着法によって形成した。なお、蒸着時の
真空度２×１０-4Ｐａ以下であり、蒸着中は蒸着源に対して基板を回転させた。まず、銅
フタロシアニンを１５ｎｍ、ビス（Ｎ－エチルカルバゾール）を６０ｎｍ、基板有効エリ
ア全面に蒸着して正孔輸送層を形成した。
【０１４１】
さらに、シャドーマスクを用いて発光層を形成した。０．３重量％の１，３，５，７，８
－ペンタメチル－４，４－ジフルオロ－４－ボラ－３ａ、４ａ－ジアザ－ｓ－インダセン
（ＰＭ５４６）をドーピングした８－ヒドロキシキノリン－アルミニウム錯体（Ａｌｑ３
）を２１ｎｍ蒸着し、緑色発光層をパターニングした。
【０１４２】
次に、シャドーマスクを１ピッチ分ずらした位置の第一電極パターンに位置合わせをして
、１重量％の４－（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（ジュロリジルスチリル）ピ
ラン（ＤＣＪＴ）をドーピングしたＡｌｑ３を１５ｎｍ蒸着して、赤色発光層をパターニ
ングした。
【０１４３】
さらに、シャドーマスクを１ピッチ分ずらした位置の第一電極パターンに位置合わせをし
て、４，４’－ビス（２，２’－ジフェニルビニル）ジフェニル（ＤＰＶＢｉ）を２０ｎ
ｍ蒸着して青色発光層をパターニングした。緑色、赤色、青色それぞれの発光層はストラ
イプ状第一電極の３本ごとに配置され、第一電極の露出部分を完全に覆っている。
【０１４４】
最後に、シャドーマスクを用いて、抵抗線加熱方式の真空蒸着法により第二電極を形成し
た。なお、蒸着時の真空度は３×１０-4Ｐａ以下であり、蒸着中は２つの蒸着源に対して
基板を回転させた。発光層のパターニングと同様に、アルミニウムを２４０ｎｍの厚さに
蒸着して、第二電極をパターニングした。第二電極は、間隔をあけて配置された複数のス
トライプ状第一電極と直交する配置で、間隔をあけて配置されたストライプ状にパターニ
ングされている。
【０１４５】
得られた上記基板を蒸着機から取り出し、基板と封止用ガラス板とを硬化性エポキシ樹脂
を用いて貼り合わせることで封止した。このようにしてＩＴＯストライプ状第一電極上に
、パターニングされた発光層が形成され、第一電極と直交するようにストライプ状第二電
極が配置された単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順
次駆動したところ、良好な表示特性を得ることができた。絶縁層の境界部分で薄膜層や第
二電極が、薄くなったり段切れを起こすようなこともなく、スムーズに成膜されたので、
発光領域内での輝度ムラは認められず、安定な発光が得られた。また断面は順テーパーに
なっていた。
【０１４６】
実施例１１
実施例５で得られたワニスＥｎを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施
例１０と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置
を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。
【０１４７】
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実施例１２
実施例６で得られたワニスＥｐを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施
例１０と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置
を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。
【０１４８】
実施例１３
実施例１０と同様にして、第一電極を形成した基板を作成した。
【０１４９】
次に、実施例１で得られたワニスＡＦの濃度調整をプロピレングリコールモノメチルエー
テルを用いて行い、スピンコート法により第一電極を形成した基板上に塗布し、ホットプ
レート上で１２０℃で３分間プリベークした。この膜にフォトマスクを介してＵＶ露光し
た後、２．３８％ＴＭＡＨ水溶液で露光部分のみを溶解させることで現像し、純水でリン
スした。得られたパターンをクリーンオーブン中で２００℃６０分加熱してキュアし、バ
ンク層を第一電極のエッジを覆うように形成した。バンク層の厚さは約３μｍであった。
【０１５０】
次に、バンク層を形成した基板を用いて高分子型の有機電界発光装置の作製を行った。発
光層を含む薄膜層は、高分子発光材料を含む溶液をインクジェット法によりバンクの中に
吐出した。その後、乾燥して溶媒を除去し、シャドーマスクを用いて第二電極のアルミニ
ウムを形成した。
【０１５１】
得られた上記基板を、基板と封止用ガラス板とを硬化性エポキシ樹脂を用いて貼り合わせ
ることで封止した。このようにしてＩＴＯストライプ状第一電極上に、パターニングされ
た発光層が形成され、第一電極と直交するようにストライプ状第二電極が配置された単純
マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。
本表示装置を線順次駆動したところ、良好な表示特性を得ることができた。バンク層の境
界部分で薄膜層や第二電極が、薄くなったり段切れを起こすようなこともなく、スムーズ
に成膜されたので、発光領域内での輝度ムラは認められず、安定な発光が得られた。また
断面は順テーパー形状で、テーパー角は約６０゜になっていた。
【０１５２】
実施例１４
実施例５で得られたワニスＥｎを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施
例１３と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置
を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。
【０１５３】
実施例１５
実施例６で得られたワニスＥｐを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施
例１３と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置
を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。
【０１５４】
実施例１６
ガラス基板上に薄膜トランジスター素子を形成し、アクティブマトリックス基板を得た。
次に、実施例１で得られたワニスＡＦの濃度調整をプロピレングリコールモノメチルエー
テルを用いて行い、スピンコート法によりアクティブマトリックス基板上に塗布し、ホッ
トプレート上で１２０℃で３分間プリベークした。
この膜にフォトマスクを介してＵＶ露光した後、２．３８％ＴＭＡＨ水溶液で露光部分の
みを溶解させることで現像し、純水でリンスした。得られたパターンをクリーンオーブン
中で２００℃６０分加熱してキュアし、平坦化膜を形成した。
平坦化膜の厚さは約２μｍであった。平坦化率は９１％を示し、良好な平坦化性能を示し
た。
【０１５５】
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実施例１７
実施例５で得られたワニスＥｎを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施
例１６と同様にして、アクティブマトリックス基板上に平坦化膜を作製した。平坦化膜の
厚さは約２．５μｍであった。平坦化率は８９％を示し、良好な平坦化性能を示した。
【０１５６】
実施例１８
実施例６で得られたワニスＥｐを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施
例１６と同様にして、アクティブマトリックス基板上に平坦化膜を作製した。平坦化膜の
厚さは約２．３μｍであった。平坦化率は９０％を示し、良好な平坦化性能を示した。
【０１５７】
比較例１
実施例１の単量体をナジイミドＡ４．８７ｇ（０．０１３モル）のみにした以外は実施例
１と同様に重合を行い、ポリマーＡを２．００ｇ得た。重量平均分子量（Ｍｗ）は５００
００であった。このポリマーＡ１．００ｇ、上記に示した光酸発生剤（１）０．３０ｇ、
２－ヘプタノン３ｇに溶解してワニスＡを得た。得られたワニスを用いて前記のようにシ
リコンウエハー上に感光性樹脂組成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率
、解像度について評価を行った。
しかし、露光後、膜を現像液に浸したが露光部は溶解せず、パターンは得られなかった。
【０１５８】
比較例２
実施例７で得られたポリマーＧｎ１．００ｇをジメチルアセトアミド５．３６ｇに溶解し
てワニスＧｎ’（光酸発生剤（１）、２，６－ジアセトキシ－ｐ－クレゾールを含まず）
を得た。得られたワニスＧｎ’を用いて前記のようにシリコンウエハー上に感光性樹脂組
成物の膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評価を行った。
しかし、露光後、膜を現像液に浸したが露光部、未露光部とも溶解してしまい、パターン
は得られなかった。
【０１５９】
比較例３
市販の感光性ポリイミドを用い、キュア条件を１７０℃で６０分にした他は、実施例１０
と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順
次駆動したところ、画素周辺部に輝度ムラが認められた。
【０１６０】
実施例１～９の感光性樹脂組成物の評価結果と、誘電率、ガラス転移温度、５％重量減少
温度それぞれ表１と表２に示す。
【０１６１】
【表１】

【０１６２】
【表２】
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【０１６３】
【発明の効果】
本発明による感光性樹脂組成物により形成した樹脂被膜は、半導体の層間絶縁膜、パッシ
ベーション膜、半導体素子の保護膜、有機電界発光素子（特にフレキシブル基板を用いた
折り曲げ可能な有機電界発光素子）などを搭載した表示装置における絶縁層などの用途に
用いられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】平坦化率測定法に関する断面図
【符号の説明】
１：平坦化膜
２：基板
３：段差構造体

【図１】
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